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(57) Abstract: Provided are a thin film transistor and manufacturing method, array substrate and display device thereof, for improv
ing the electrical performance o f the thin film transistor and the quality o f an image displayed on the display device. The thin film
transistor o f the present invention comprises a gate electrode (2) located on a substrate (1), a source electrode (8), a drain electrode
(9), a semiconductor layer (4), a gate insulation layer (3), and a first metal barrier layer (5); the gate insulation layer (3) i s located
between the gate electrode (2) and the semiconductor layer (4); the first metal barrier layer (5) i s located among the source electrode
(8), the drain electrode (9) and the gate insulation layer (3); the first metal barrier layer (5) and the semiconductor layer (4) are dis -
posed on the same layer; the first metal barrier layer (5) prevents mutual diffusion between the materials forming the source elec
trode (8) and the drain electrode (9), and the material forming the gate electrode (2).

(57) 摘要 : 提 供 了一种薄膜 晶体 管及其 制作方法 、阵列基 板及 显示 装置 ，用 以提 高薄膜 晶体 管 的 电学性 能 ，提
高显示装置 显示 图像 的画质 。本发 明提供 的薄膜 晶体 管包括 ：位 于基板 （1 ) 上 的栅 极 （2 ) 、源极 （8 ) 、漏
极 （9 ) 、半导体层 （4 ) 、栅 极绝缘层 （3 ) 以及 第 一金属 阻挡层 （5 ) ；所 述栅 极绝缘层 （3 ) 位 于所述栅 极
( 2 ) 和所 述 半 导体 层 （4 ) 之 间 ；所 述 第 一金 属 阻挡 层 （5 ) 位 于所 述 源 极 （8 ) 、漏 极 （9 ) 与栅 极 绝 缘 层
( 3 ) 之 间；其 中，所述第一金属 阻挡层 （5 ) 与所述 半导体层 （4 ) 同层 设置 ，所述第 一金属 阻挡层 （5 ) 阻止

形成源极 （8 ) 和漏极 （9 ) 的材料与形成栅极 （2 ) 的材料 的相互扩散 。
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薄膜 晶体 管及 其制作 方 法 、阵列基板 、显 示装 置和 阻挡 层

技术领域

本发 明涉及显示技术领域 ，尤其涉及一种薄膜 晶体管及其制作方法、阵

列基板 、显示装置和阻挡层。

背景技术

在显示技术领域 ，平板显示装置，如液晶显示器 （Liquid Crystal Display,

LCD ) 和有机 电致发光显示器 （Organic Light Emitting Display, OLED ), 因

其具有轻、薄、低功耗 、高亮度 ，以及 高画质等优点，在平板显示领域 占据

重要 的地位 。尤其是大尺寸、高分辨率，以及 高画质的平板显示装置，如液

晶电视 ，在 当前的平板显示器市场 已经 占据 了主导地位 。

目前，图像信号的延迟成为制约大尺寸、高分辨率及 高画质平板显示装

置的关键 因素之一。具体地 ，图像信号的延迟主要 由基板上的栅极 、栅极线，

或数据线等信号电阻 R 和相 关电容 C 决定。随着显示装置尺寸的不断增 大，

分辨率不断提 高，驱动 电路施加的信号频率也不断提 高，图像信号的延迟越

来越严重。在 图像显示阶段 ，栅极线打开，像素充电，由于图像信号的延迟，

某些像素充电不充分，导致 图像显示画面的亮度不均匀，严重影响图像的显

示质量。降低栅极 、栅极线，数据线等的电阻可以减小图像信号的延迟，改

善 图像 的画质 。

目前 ，降低栅极 线和数据线的电阻的方法主要采用 电阻较低 的金属铜

( Cu ) 制作栅极线和数据线。但是存在以下缺点：

铜 （Cu ) 金属 离子 易扩散 ，尤其是在较 高温度下很容易扩散到栅极保护

层 、半导体层 、或钝化层 中，严重影响薄膜 晶体管 （Thin Film Transistor, TFT )

的性能。尤其是在 TFT 后续高温加热工艺中，铜 （Cu ) 离子的活性增加 ，可

以穿越绝缘 阻挡层渗透到半导体层 ，严重影响 TFT 性能，使得 图像 的画质更

差，甚至破坏 TFT 的正常工作 。

现有基板上的 TFT 以及制作方法会 引起 TFT 性能下降，图像画质较差的

问题 。



发明内容

本发 明实施例提供一种薄膜 晶体管及其制作方法、阵列基板 、显示装置

和阻挡层 ，用以提 高 TFT 的性能，提 高图像的画质 。

为实现上述 目的，本发明实施例提供 的薄膜 晶体管，包括：

位 于基板上的栅极 、源极 、漏极 、半导体层 、栅极绝缘层以及第一金属

阻挡层；所述栅极绝缘层位于所述栅极和所述半导体层之 间；所述第一金属

阻挡层位于所述源极 、漏极与栅极绝缘层之 间；其 中，所述第一金属 阻挡层

与所述半导体层 同层设置，所述第一金属 阻挡层 阻止形成源极和漏极 的材料

与形成栅极 的材料 的相互扩散 ，提 高 TFT 的性能，提 高图像 的画质 。

例如 ，较佳地 ，还 包括位于所述源极 、漏极与所述半导体层之 间的刻蚀

阻挡层 ，具有刻蚀 阻挡层的 TFT 可以防止刻蚀源极和漏极时对半导体层的影

响。

例如 ，较佳地 ，所述第一金属 阻挡层与所述半导体层绝缘设置。

例如 ，较佳地 ，所述形成源极和漏极的材料和形成栅极的材料 中的至少

之一为铜或铜合金 ，铜或铜合金的电阻率较低 ，可以减小图像信号的延迟 ，

改善 图像的画质 。

例如 ，较佳地 ，当所述 TFT 为金属氧化物 TFT 时，所述半导体层为金属

氧化物半导体层 。

例如 ，较佳地 ，所述第一金属 阻挡层采用与所述半导体层相 同的材料制

作 而成 ，首先所述金属氧化物半导体层具有 阻止形成源极和漏极 的材料与形

成栅极 的材料 的相互扩散功能，其次 同种材料形成第一金属 阻挡层和半导体

层可以筒化 TFT 的结构 ，节约制作工艺流程 。

例如 ，较佳地 ，所述第一金属 阻挡层为具有 阻止形成源极和漏极 的材料

与形成栅极 的材料 的相互扩散功能的氧化铜 、氮化铜或氮氧化铜膜层。

例如 ，较佳地 ，所述第一金属 阻挡层还 可 以采用与所述半导体层不相 同

的金属氧化物半导体材料制作 而成 ，由于金属氧化物半导体材料可以阻止形

成源极和漏极的材料与形成栅极的材料的相互扩散 ，可以实现提 高 TFT 的性

能，提 高图像的画质 。

例如 ，较佳地 ，所述薄膜 晶体管还 包括：第二金属 阻挡层 ，所述第二金

属 阻挡层位于所述第一金属 阻挡层与所述源极 、漏极之 间，所述第二金属 阻

挡层 阻止形成源极和漏极 的材料与形成栅极 的材料 的相互扩散 ，可以更进一



步提 高 TFT 的性能，提 高图像 的画质 。

例如 ，较佳地 ，所述形成源极和漏极 的材料为铜或铜合金 ，铜或铜合金

的电阻率较低 ，可以减小图像信号的延迟，改善 图像的画质 。

例如 ，较佳地 ，所述第二金属 阻挡层为具有 阻止形成源极和漏极 的材料

与形成栅极 的材料 的相互扩散功能的氧化铜 、氮化铜 ，或氮氧化铜膜层 。

例如 ，较佳地 ，所述第二金属 阻挡层采用具有 阻止形成源极和漏极 的材

料与形成栅极的材料的相互扩散功能的金属氧化物半导体材料制作 而成。

例如 ，较佳地 ，所述薄膜 晶体管的结构为：

所述栅极位于所述基板上；

所述栅极绝缘层位于所述栅极上；

所述半导体层和第一金属 阻挡层位于所述栅极绝缘层上；

所述刻蚀 阻挡层位于所述半导体层上；

所述第二金属 阻挡层位于所述半导体层和第一金属 阻挡层上；

所述源漏极层位于所述第二金属 阻挡层上；

或者所述薄膜 晶体管的结构为：

所述源漏极层位于所述基板上；

所述第二金属 阻挡层位于所述源漏极层上；

所述刻蚀 阻挡层位于所述第二金属 阻挡层上；

所述半导体层和第一金属 阻挡层位于所述刻蚀 阻挡层上；

所述栅极绝缘层位于所述半导体层上；

所述栅极位于所述栅极绝缘层上。

例如 ，较佳地 ，所述薄膜 晶体管的结构为：

所述栅极位于所述基板上；

所述栅极绝缘层位于所述栅极上；

所述半导体层和第一金属 阻挡层位于所述栅极绝缘层上；

所述源极和漏极位于所述第一金属 阻挡层上；

或者所述薄膜 晶体管的结构为：

所述源极和漏极位于所述基板上；

所述半导体层和第一金属 阻挡层位于所述源极和漏极上；

所述栅极绝缘层位于所述半导体层和第一金属 阻挡层上；

所述栅极位于所述栅极绝缘层上。



例如 ，较佳地 ，所述薄膜 晶体管的结构为：

所述栅极位于所述基板上；

所述栅极绝缘层位于所述栅极上；

所述半导体层和第一金属 阻挡层位于所述栅极绝缘层上；

所述第二金属 阻挡层位于所述半导体层和第一金属 阻挡层上；

所述源极和漏极位于所述第一金属 阻挡层上；

或者所述薄膜 晶体管的结构为：

所述源极和漏极位于所述基板上；

所述第二金属 阻挡层位于所述源极和漏极上；

所述半导体层和第一金属 阻挡层位于所述第二金属 阻挡层上；

所述栅极绝缘层位于所述半导体层和第一金属 阻挡层上；

所述栅极位于所述栅极绝缘层上。

例如 ，较佳地 ，所述第一金属 阻挡层位于与所述源极和漏极相对应 的位

置，尽可能地筒化 TFT 的结构 。

例如 ，较佳地 ，所述第二金属 阻挡层位于与所述源极和漏极相对应 的位

置，尽可能地筒化 TFT 的结构 。

本发 明实施例提供一种 阵列基板 ，其特征在于，包括上述仅设置有第一

金属 阻挡层的薄膜 晶体管，所述第一金属 阻挡层 阻止形成源极和漏极 的材料

与形成栅极 的材料 的相互扩散 ，提 高 TFT 的性能，提 高图像 的画质 。

例如 ，较佳地 ，所述阵列基板还 包括：数据线和栅极线，所述数据线与

所述薄膜 晶体管的源极相连，所述栅极线与薄膜 晶体管的栅极相连；

所述第一金属 阻挡层位于与所述源极 、漏极及数据线相对应 的位置；或

者

所述第一金属 阻挡层位于与所述源极 、漏极及栅极线相对应 的位置；或

者

所述第一金属 阻挡层位于与所述源极 、漏极 、栅极线和数据线相对应 的

位置，所述第一金属 阻挡层 阻止形成源极和漏极 的材料与形成栅极 的材料 的

相互扩散 ，提 高 TFT 的性能，提 高图像的画质 ，同时还 阻止形成栅极线和数

据线的材料 的相互扩散 ，提 高 TFT 的性能，提 高图像 的画质 。

本发 明实施例提供一种 阵列基板 ，包括上述设置有第一金属 阻挡层和第

二金属 阻挡层的薄膜 晶体管，进一步提 高 TFT 的性能，提 高图像 的画质 。



例如 ，较佳地 ，所述阵列基板还 包括：数据线和栅极线，所述数据线与

所述薄膜 晶体管的源极相连，所述栅极线与薄膜 晶体管的栅极相连；

所述第一金属 阻挡层位于与所述源极 、漏极及数据线相对应 的位置，或

者位于与所述源极 、漏极及栅极线相对应 的位置，或者位于与所述源极 、漏

极 、栅极线和数据线相对应的位置；和/或

所述第二金属 阻挡层位于与所述源极 、漏极及数据线相对应 的位置，或

者位于与所述源极 、漏极及栅极线相对应 的位置，或者位于与所述源极 、漏

极 、栅极线和数据线相对应 的位置，第二金属 阻挡层的设置可以进一步避免

形成源极 、漏极 、栅极线、和数据线的材料的相互扩散 ，进一步提 高 TFT 的

性能，提 高图像的画质 。

本发 明实施例提供一种显示装置，包括上述阵列基板 ，该阵列基板为仅

设置有第一金属 阻挡层的薄膜 晶体管，可以实现一种信号延迟较 小且 图像 的

画质较佳的显示器件 。

本发 明实施例提供一种显示装置，包括上述阵列基板 ，该阵列基板为同

时设置有第一金属 阻挡层和第二金属 阻挡层的薄膜 晶体管。

本发明实施例提供一种薄膜 晶体管的制作方法，包括：

形成 包括栅极 、源极 、漏极和半导体层的图形；形成 包括栅极绝缘层以

及第一金属 阻挡层的图形；

所述栅极绝缘层位于所述栅极和半导体层之 间，所述第一金属 阻挡层位

于所述源极 、漏极与栅极绝缘层之 间，其 中，所述第一金属 阻挡层与所述半

导体层 同层设置。所述第一金属 阻挡层 阻止形成源极和漏极 的材料与形成栅

极的材料的相互扩散 ，提 高 TFT 的性能，提 高图像的画质 。

例如 ，较佳地 ，还 包括形成刻蚀 阻挡层的图形 ，所述刻蚀 阻挡层位于所

述半导体层与源极 、漏极之 间，具有刻蚀 阻挡层的 TFT 可以防止刻蚀源极和

漏极 时对半导体层的影响。

例如 ，较佳地 ，所述第一金属 阻挡层与所述半导体层绝缘设置。

例如 ，较佳地 ，当所述 TFT 为金属氧化物 TFT 时，所述半导体层 由金属

氧化物半导体材料制作而成。

例如 ，较佳地 ，还 包括形成第二金属 阻挡层 的图形 ，所述第二金属 阻挡

层位于所述第一金属 阻挡层与所述源极 、漏极之 间，可 以更进一步提 高 TFT

的性能，提 高图像 的画质 。



例如 ，较佳地 ，所述形成 包括栅极 、源极 、漏极 、半导体层 、栅极绝缘

层 、第一金属 阻挡层的图形，为：

采用构 图工艺在基板上形成 包括栅极 的图形；

采用构 图工艺在形成有所述栅极 图形的基板上形成 包括栅极绝缘层的图

形；

采用 同一次构 图工艺在形成有所述栅极绝缘层 图形的基板上形成 包括半

导体层和第一金属 阻挡层的图形；

采用 同一次构 图工艺在形成有半导体层和第一金属 阻挡层的基板上形成

包括源极 、漏极的图形；

或者所述形成 包括栅极 、源极 、漏极 、半导体层 、栅极绝缘层 、第一金

属 阻挡层的图形 ，为：

采用 同一次构 图工艺在基板上形成 包括源极 、漏极 的图形；

采用 同一次构 图工艺在形成有所述源极 、漏极的基板上形成 包括半导体

层和第一金属 阻挡层的图形；

采用构 图工艺在形成有所述半导体层和第一金属 阻挡层 图形的基板上形

成 包括栅极绝缘层的图形；

采用构 图工艺在形成有所述栅极绝缘层 图形的基板上形成 包括栅极 的图

形。

例如 ，较佳地 ，所述形成 包括栅极 、源极 、漏极 、半导体层 、栅极绝缘

层 、刻蚀 阻挡层 、第一金属 阻挡层和第二金属 阻挡层的图形，为：

采用构 图工艺在基板上形成 包括栅极 的图形；

采用构 图工艺在形成有所述栅极 图形的基板上形成 包括栅极绝缘层的图

形；

采用 同一次构 图工艺在形成有所述栅极绝缘层 图形的基板上形成 包括半

导体层和第一金属 阻挡层的图形；

采用构 图工艺在形成有半导体层和第一金属 阻挡层 图形的基板上形成 包

括刻蚀 阻挡层的图形；

采用 同一次构 图工艺在形成有刻蚀 阻挡层 图形的基板上形成 包括源极 、

漏极以及第二金属 阻挡层的图形；

或者所述形成 包括栅极 、源极 、漏极 、半导体层 、栅极绝缘层 、刻蚀 阻

挡层 、第一金属 阻挡层和第二金属 阻挡层的图形 ，为：



采用 同一次构 图工艺在基板上形成 包括源极 、漏极 以及第二金属 阻挡层

的图形；

采用构 图工艺在形成有所述源极 、漏极和第二金属 阻挡层 图形的基板上

形成 包括刻蚀 阻挡层的图形；

采用 同一次构 图工艺在形成有所述刻蚀 阻挡层 图形的基板上形成 包括半

导体层和第一金属 阻挡层的图形；

采用构 图工艺在形成有所述半导体层和第一金属 阻挡层 图形的基板上形

成 包括栅极绝缘层的图形；

采用构 图工艺在形成有所述栅极绝缘层 图形的基板上形成 包括栅极 的图

形。

例如 ，较佳地 ，所述形成 包括栅极 、源极 、漏极 、半导体层 、栅极绝缘

层 、第一金属 阻挡层和第二金属 阻挡层的图形，为：

采用构 图工艺在基板上形成 包括栅极 的图形；

采用构 图工艺在形成有所述栅极 图形的基板上形成 包括栅极绝缘层的图

形；

采用构 图工艺在形成有所述栅极绝缘层 图形的基板上形成 包括半导体层

的图形；

采用构 图工艺在形成有所述半导体层 图形的基板上形成第一金属 阻挡层

的图形；

采用 同一次构 图工艺在形成有第一金属 阻挡层 图形的基板上形成 包括源

极 、漏极以及第二金属 阻挡层的图形；

或者所述形成 包括栅极 、源极 、漏极 、半导体层 、栅极绝缘层 、第一金

属 阻挡层和第二金属 阻挡层的图形 ，为：

采用 同一次构 图工艺在基板上形成 包括源极 、漏极 以及第二金属 阻挡层

的图形；

采用构 图工艺在形成有所述源极 、漏极以及第二金属 阻挡层 图形的基板

上形成 包括半导体层的图形；

采用构 图工艺在形成有所述半导体层 图形的基板上形成第一金属 阻挡层

的图形；

采用构 图工艺在形成有所述第一金属 阻挡层 图形的基板上形成 包括栅极

绝缘层的图形；



采用构 图工艺在形成有所述栅极绝缘层 图形的基板上形成 包括栅极 的图

形。

例如 ，较佳地 ，所述形成源极和漏极的材料为电阻率较低的铜或铜合金 。

例如 ，较佳地 ，所述采用 同一次构 图工艺在形成有刻蚀 阻挡层 图形的基

板上形成 包括源极 、漏极以及第二金属 阻挡层的图形为：

采用镀膜工艺在形成有所述刻蚀 阻挡层 图形或第一金属 阻挡层 图形的基

板上形成所述铜金属或铜合金膜层；在形成所述铜金属或铜合金膜层的初始

时间段 内，向腔体 内通入预设 比例的氧气、氮气或氧气和氮气的混合气体形

成铜或铜合金 的氧化物 、氮化物或氮氧化物用于形成第二金属 阻挡层 ，除所

述第二金属 阻挡层之外的铜金属或铜合金膜层用于形成源极和漏极 ；采用一

次曝光、显影 、光刻刻蚀步骤形成所述源极 、漏极 以及第二金属 阻挡层的图

形；

所述采用 同一次构 图工艺在形成有第一金属 阻挡层 图形的基板上形成 包

括源极 、漏极以及第二金属 阻挡层的图形为：

采用镀膜工艺在形成有所述刻蚀 阻挡层 图形或第一金属 阻挡层 图形的基

板上形成所述铜金属或铜合金膜层；在形成所述铜金属或铜合金膜层的初始

时间段 内，向腔体 内通入预设 比例的氧气、氮气或氧气和氮气的混合气体形

成铜或铜合金 的氧化物 、氮化物或氮氧化物用于形成第二金属 阻挡层 ，除所

述第二金属 阻挡层之外的铜金属或铜合金膜层用于形成源极和漏极 ；采用一
次曝光、显影 、光刻刻蚀步骤形成所述源极 、漏极 以及第二金属 阻挡层的图

形。

例如 ，较佳地 ，所述采用 同一次构 图工艺在基板上形成 包括源极 、漏极

以及 第二金属 阻挡层的图形为：

采用镀膜工艺在基板上形成所述铜或铜合金膜层；在形成所述铜或铜合

金膜层的结束时间段 内，向腔体 内通入预设 比例的氧气、氮气或氧气和氮气

的混合气体形成铜或铜合金 的氧化物 、氮化物或氮氧化物用于形成第二金属

阻挡层 ，除所述第二金属 阻挡层之外的铜金属或铜合金膜层用于形成源极和

漏极 ；采用一次曝光、显影 、光刻刻蚀步骤形成所述源极 、漏极 以及第二金

属 阻挡层的图形。

本发 明实施例提供一种 阻挡层 ，用于所述仅设置有第一金属 阻挡层的阵

列基板 中阻止铜或铜合金的扩散 的第一金属 阻挡层。



例如 ，较佳地 ，所述 阻挡层的材质为具有 阻止形成源极和漏极 的材料与

形成栅极的材料的相互扩散功能的金属氧化物 、金属氮化物或金属氮氧化物。

例如 ，较佳地 ，所述金属氧化物为具有 阻止形成源极和漏极 的材料与形

成栅极的材料的相互扩散功能的铟镓辞氧化物或氧化铜 。

例如 ，较佳地 ，所述金属氮化物为具有 阻止形成源极和漏极 的材料与形

成栅极的材料的相互扩散功能的铜金属氮化物。

例如 ，较佳地 ，所述金属氮氧化物为具有 阻止形成源极和漏极 的材料与

形成栅极的材料的相互扩散功能的铜金属氮氧化物。

本发 明实施例提供一种 阻挡层 ，用于所述 同时设置有第一金属 阻挡层和

第二金属 阻挡层的阵列基板 中阻止铜或铜合金 的扩散 的第一金属 阻挡层和/或

第二金属 阻挡层 。

例如 ，较佳地 ，所述 阻挡层的材质为具有 阻止形成源极和漏极 的材料与

形成栅极的材料的相互扩散功能的金属氧化物 、金属氮化物或金属氮氧化物。

例如 ，较佳地 ，所述金属氧化物为具有 阻止形成源极和漏极 的材料与形

成栅极的材料的相互扩散功能的铟镓辞氧化物或氧化铜 。

例如 ，较佳地 ，所述金属氮化物为具有 阻止形成源极和漏极 的材料与形

成栅极的材料的相互扩散功能的铜金属氮化物。

例如 ，较佳地 ，所述金属氮氧化物为具有 阻止形成源极和漏极 的材料与

形成栅极的材料的相互扩散功能的铜金属氮氧化物。

本发 明实施例提供 的薄膜 晶体管，在源极 、漏极与栅极绝缘层之 间设置

有第一金属 阻挡层 ，所述第一金属 阻挡层 阻止形成源极和漏极 的材料与形成

栅极的材料 的相互扩散 ，提 高 TFT 的性能，提 高图像 的画质 。进一步地 ，在

源极 、漏极与第一金属 阻挡层之 间设置第二金属 阻挡层 ，所述第二金属 阻挡

层进一步 阻止形成 源极和漏极 的材料 与形成栅极 的材料 的相 互扩散 ，提 高

TFT 的性能，提 高图像的画质 。

附图说明

图 1 为本发明实施例一提供的阵列基板结构俯视示意图；

图 2 为图 1 所示的 TFT 在 A-B 向的截面示意图；

图 3 为图 2 所示的具有第二金属 阻挡层的 TFT 结构示意图；

图 4 为本发明实施例二提供的阵列基板结构俯视示意图；



图 5 为图 4 所示的 TFT 在 A-B 向的截面图；

图 6 为图 5 所示的 TFT 具有第二金属阻挡层的 TFT 结构示意图；

图 7 为实施例二提供的 TFT 结构示意图；

图 8 为本发明实施例四提供的阵列基板俯视示意图；

图 9 为图 8 所示的阵列基板在 C-D 方向的截面示意图；

图 10 为本发明实施例四提供的阵列基板截面示意图；

图 11 为本发明实施例六提供的底栅型 TTF 的制作方法流程示意图；

图 12 为本发明提供的顶栅型 TTF 的制作方法流程示意图。

具体实施方式

本发明实施例提供 了一种薄膜晶体管及其制作方法、阵列基板、显示装

置及一种阻挡层，用以提高 TFT 的性能，提高图像的画质。

一般地，TFT 至少包括位于基板上的栅极、源极、漏极、半导体层，以

及位于所述栅极和半导体层之间的栅极绝缘层。源极和漏极可以称为源漏极

层，源漏极层所在 TFT 的膜层称为 SD 层。进一步地，TFT 还 包括位于半导

体层与源极和漏极之间的刻蚀阻挡层。一般地，对于非晶硅 TFT 和多晶硅 TFT

中无需设置刻蚀阻挡层。对于金属氧化物 TFT, 为了防止刻蚀源极和漏极图

形对由金属氧化物形成的半导体层造成影响，可以设置刻蚀阻挡层，但是也

不排除某些类型的金属氧化物作为半导体层不需要设置刻蚀阻挡层。本发明

实施例提供的 TFT 还 包括位于所述源极和漏极与栅极绝缘层之间的具有阻止

形成源极和漏极的材料与形成栅极的材料的相互扩散功能的阻挡层，所述阻

挡层为第一金属阻挡层，所述第一金属阻挡层阻止形成源极和漏极的材料与

形成栅极的材料的相互扩散 ，提高 TFT 的性能，提高图像的画质。

本发明实施例提供的 TFT, 源极、漏极、栅极至少之一的材质为电阻率

较低的铜或铜合金。当然并不限于此，本发明实施例的目的在于采用第一金

属阻挡层阻止形成源极、漏极的材料与形成栅极的材料的相互扩散 ，其他形

成栅极、源极、漏极的材料具备很强的扩散性时也适用于本发明，例如金、

银等。

以下筒单介绍本发明实施例提供的薄膜晶体管。

根据 TFT 中是否设置刻蚀阻挡层，TFT 分为以下两类：

第一类 TFT 结构为：位于基板上的栅极、源极、漏极、半导体层、位于



所述栅极和半导体层之 间的栅极绝缘层 、位于半导体层与源极 、漏极之 间的

刻蚀 阻挡层 ，以及位于所述源漏极层与栅极绝缘层之 间的第一金属 阻挡层；

其 中，所述第一金属 阻挡层与所述半导体层 同层设置，所述第一金属 阻挡层

阻止形成源极 、漏极的材料与形成栅极的材料的相互扩散 。

需要说 明的是 ，所述 "源极 、漏极 " 表示 同层设置的源极和漏极 ，也可

以称为源漏极层 ，即本发 明提到的 "源极 、漏极 " 和 " 源漏极层 " 均表示 同

层设置的源极和漏极 ，同层设置的源极和漏极为源漏极层。

第二类 TFT 结构为：位于基板上的栅极 、源极 、漏极 、半导体层 、位于

所述栅极和半导体层之 间的栅极绝缘层 、位于栅极绝缘层与源极和漏极之 间

的第一金属 阻挡层；所述第一金属 阻挡层位于源极 、漏极与栅极绝缘层之 间；

其 中，所述第一金属 阻挡层与所述半导体层 同层设置，所述第一金属 阻挡层

阻止形成源极 、漏极的材料与形成栅极的材料的相互扩散 。

本发明上述两类 TFT 中的第一金属 阻挡层用于阻止形成源极 、漏极的材

料扩散至栅极绝缘层和/或栅极 中，以及用于阻止形成栅极 的材料扩散至半导

体层和/或源漏极层 中。

为 了进一步阻止或避免本发明上述两类 TFT 中形成源极 、漏极 的材料与

形成栅极 的材料 的相互扩散 ，例如 ，优选地 ，在第一金属 阻挡层与源漏极层

之 间设置第二金属 阻挡层 。该第二金属 阻挡层不仅可以阻挡形成源极 、漏极

的材料与形成栅极 的材料扩散到半导体层 ，还可以进一步阻挡形成源极 、漏

极的材料扩散到栅极绝缘层和栅极 。

第一类 TFT 的其 中一种优选实施方式为：薄膜 晶体管包括基板 、形成在

所述基板上的栅极 、源漏极层 、半导体层；以及 形成在所述基板上位于所述

栅极和半导体层之 间的栅极绝缘层 、位于半导体层与源漏极层之 间的刻蚀 阻

挡层 ，以及位于所述源漏极层与栅极绝缘层之 间的第一金属 阻挡层；其 中，

所述第一金属 阻挡层与所述半导体层 同层绝缘设置。

所述源极和漏极 由铜金属制作 而成 ，为 了避免铜金属 离子扩散到栅极绝

缘层 、栅极 ，对栅极和栅极绝缘层造成污染，导致 TFT 性能下降，本发 明在

源漏极层和栅极绝缘层之 间形成第一金属 阻挡层 ，阻挡 源漏极层金属 离子扩

散 。

为 了防止源漏极层金属铜 离子扩散到半导体层 ，在半导体层和源漏极层

之 间设置具有 阻止形成源极和漏极 的材料与形成栅极 的材料 的相互扩散功能



的阻挡层，所述阻挡层为第二金属阻挡层，该第二金属阻挡层不仅可以阻挡

形成源漏极层的材料扩散到半导体层，还可以进一步阻挡金属铜 离子扩散到

栅极绝缘层和栅极。

管 TFT 及其制作方法、阵列基板、显示装置和阻挡层。

本发明实施例提供的薄膜晶体管 TFT 可以是底栅型或顶栅型结构，以 下

将通过附图具体说明本发明实施例提供的底栅型和顶栅型 TFT 。

实施例一：对应上述第一类 TFT 。

实施例一提供的底栅型 TFT, 结构为：

栅极位于基板上；

栅极绝缘层位于所述栅极上；

半导体层和第一金属阻挡层位于所述栅极绝缘层上；

刻蚀阻挡层位于所述半导体层上；

源极和漏极位于所述刻蚀阻挡层上；

实施例一提供的顶栅型 TFT, 结构为：

源极和漏极位于所述基板上；

刻蚀阻挡层位于所述源极和漏极上；

所述半导体层和第一金属阻挡层位于所述刻蚀阻挡层上；

所述栅极绝缘层位于所述半导体层和第一金属阻挡层上；

所述栅极位于所述栅极绝缘层上。

所述半导体层与所述第一金属阻挡层可以同层设置也可以不同层设置，

为了尽可能降低 TFT 的整体厚度，例如，较佳地，半导体层与所述第一金属

阻挡层同层设置。

需要说明的是，本发明提供的所有 TFT 的结构，各膜层之间的上下位置

关系除特别说明之外仅表示膜层之间同层或不同层，并不表示膜层的具体结

构以及与其他膜层的具体相对位置。例如刻蚀阻挡层位于所述源极和漏极上，

仅表示刻蚀阻挡层与源极和漏极不同层，相对于基板刻蚀阻挡层位于源极和

漏极上，即刻蚀阻挡层相比较源极和漏极远 离基板。

例如，较佳地，所述第一金属阻挡层与所述半导体层绝缘设置或不相绝

缘设置。

该实施例中，半导体层与第一金属阻挡层不相绝缘设置。



进一步地，所述形成源极和漏极的材料和形成栅极的材料中的至少之一

为低电阻率的铜或铜合金。

以下将通过附图具体说明，图 1为实施例一提供的包括 TFT 的阵列基板
俯视示意图，图 2 为图 1所示的 TFT 在 A-B 向的截面图。

图 1 中所示的 TFT, 包括栅极 2、源极 8、漏极 9, 刻蚀阻挡层 6 以及半

导体层。图 1所示的阵列基板还包括与源极 8相连的数据线 8 1 , 与栅极 2相
连的栅极线 2 1。源极 8和漏极 9可以称为源漏极层，源漏极层所在 TFT 的膜
层称为 SD 层。

以底栅型 TFT 为例说明，图 2 所示的底栅型 TFT 包括：基板 1、基板 1

上的栅极 2;

基板 1上位于栅极 上的栅极绝缘层 3;

基板 1上位于栅极绝缘层 3 上的半导体层 4 和第一金属阻挡层 5,半导体

层 4 和第一金属阻挡层 5位于同一层；
基板 1上位于半导体层 4 上的刻蚀阻挡层 6, 刻蚀阻挡层 6位于半导体层

4 沟道的上方，用于保护刻蚀时沟道不受影响。

基板 1上位于第一金属阻挡层 5上的源极 8和漏极 9。

通过在源漏极层 （SD 层 ）以及栅极绝缘层 3之间设置有第一金属阻挡层

5, 阻挡源漏极层的金属离子进入栅极绝缘层和栅极层。同理，也阻挡栅极层

的金属离子进入半导体层和源漏极层，提高了 TFT 性能。
图 2 所示的 TFT, 半导体层 4 和第一金属阻挡层 5位于同一层为一种优

选的实施例，半导体层 4 和第一金属阻挡层 5 也可以位于不同层，这里不做

具体限制。
例如，优选地，所述形成源极和漏极的材料和形成栅极的材料中的至少

之一为铜或铜合金。

形成源极和漏极的材料和形成栅极的材料中的至少之一为铜或铜合金
时，为了进一步避免形成源极和漏极的材料与形成栅极的材料的相互扩散。
例如，较佳地，实施例一提供的 TFT 还包括：第二金属阻挡层，所述第二金
属阻挡层位于所述第一金属阻挡层与所述源极、漏极之间，所述第二金属阻

挡层阻止形成源极和漏极的材料与形成栅极的材料的相互扩散。

例如，底栅型 TFT 结构为：

所述栅极位于所述基板上；



所述栅极绝缘层位于所述栅极上；

所述半导体层和第一金属阻挡层位于所述栅极绝缘层上；

所述刻蚀阻挡层位于所述半导体层上；

所述第二金属阻挡层位于所述半导体层和第一金属阻挡层上；

所述源漏极层位于所述第二金属阻挡层上；

顶栅型 TFT 结构为：

所述源漏极层位于所述基板上；

所述第二金属阻挡层位于所述源漏极层上；

所述刻蚀阻挡层位于所述第二金属阻挡层上；

所述半导体层和第一金属阻挡层位于所述刻蚀阻挡层上；

所述栅极绝缘层位于所述半导体层上；

所述栅极位于所述栅极绝缘层上。

以下将通过附图具体说明，如图 3 所示，本发明实施例一提供的 TFT,

还 包括：第二金属阻挡层 7, 位于源漏极层和第一金属阻挡层 5之间。

所述 TFT 结构为：

位于基板 1上的栅极 2;

位于栅极 上的栅极绝缘层 3;

位于栅极绝缘层 3 上的半导体层 4 和第一金属阻挡层 5;

位于半导体层 4 上方的刻蚀阻挡层 6;

位于半导体层 4 和第一金属阻挡层 5 上的第二金属阻挡层 7;

位于第二金属阻挡层 7 上的源极 8 和漏极 9。

图 3 所示的 TFT, 第二金属阻挡层 7 位于源漏极层和第一金属阻挡层 5

之间，更进一步阻挡 了 SD 层的金属离子向栅极绝缘层和/或栅极扩散，更进

一步提高了 TFT 的性能。

上述图 2 和图 3 提供的 TFT, 源漏极层和栅极至少之一的材质为金属铜

( Cu ) 或铜合金。例如，优选地，所述形成源极和漏极的材料为铜或铜合金。

例如，优选地，栅极可以为金属铜 （Cu )、金属铬 （Cr )、金属钨 （W )、

金属钛 （Ti )、金属钽 （Ta )、金属钼 （Mo ) 等，或者是上述至少两种金属的

合金。

所述源极和漏极由铜金属制作而成，为了避免铜金属 离子扩散到栅极绝

缘层、栅极，对栅极和栅极绝缘层造成污染，导致 TFT 性能下降，本发明在



源漏极层和栅极绝缘层之 间形成第一金属 阻挡层 ，阻挡 源漏极层金属 离子扩

散 。

为 了防止 源漏极层金属铜 离子扩散到半导体层 ，在半导体层和源漏极层

之 间设置第二金属 阻挡层 ，该第二金属 阻挡层不仅可以阻挡金属铜 离子扩散

到半导体层 ，还可以进一步阻挡金属铜 离子扩散到栅极绝缘层和栅极 。

上述任一方式的 TFT 同层设置的第一金属 阻挡层和半导体层可以采用 同

一种材料制备 而成 ，或采用不 同种材料制备 而成 。

例如 ，较佳地 ，所述半导体层为金属氧化物半导体层 。

所述第一金属 阻挡层采用金属氧化物半导体材料制作 而成。

更进一步地 ，所述第一金属 阻挡层采用与所述半导体层相 同的材料制作

而成。

例如 ，同层设置的第一金属 阻挡层和半导体层采用 同一种材料制备 而成 。

第一金属 阻挡层可以采用制备金属氧化物半导体层 的材料 ，例如 ：可以是铟

镓辞氧化物 （IGZO )、铪铟辞氧化物 （HIZO )、铟辞氧化物 （IZO )、非 晶铟

辞氧化物 （a-InZnO )、非晶氧化辞掺 杂氟氧化物 （ZnO:F )、氧化铟掺 杂锡氧

化 物 （In20 3:Sn ) 、 非 晶氧化 铟 掺 杂钼 氧化 物 （In20 3:Mo ) 、铬 锡 氧 化 物

( Cd2Sn0 4 )、非 晶氧化辞掺 杂铝氧化物 （ΖηΟ :Α1)、非晶氧化钛掺杂铌氧化物

( Ti0 2: b )、铬锡氧化物 （Cd-Sn-O ) 或其他金属氧化物。同层设置的第一金

属 阻挡层和半导体层可以采用 同一种材料制备 而成时，第一金属 阻挡层与半

导体层为 同一膜层 ，在 实施过程 中，半导体层和第一金属 阻挡层通过 同一次

构 图工艺制作 而成 ，相对于现有制作 TFT, 没有增加工艺流程 。

针对 同层设置的第一金属 阻挡层和半导体层采用不 同种材料制备 而成 。

例如 ，较佳地 ，第一金属 阻挡层可 以采用氧化铜 （CuO x )、氮化铜 （CuNy )

或氮氧化铜 （CuN yOx ) 等膜层 ，或者例如 ，较佳地 ，所述第一金属 阻挡层采

用与所述半导体层不相 同的金属氧化物半导体材料制作 而成。

上述两种优选方式的 TFT ( 对应 图 和 图 3 所示的 TFT ) 同层设置的第

一金属 阻挡层和半导体层可以绝缘或不绝缘设置 ，只要 不影响 TFT 功能的实

现 即可 ，在此不作 限定。所述绝缘设置的方法可以为多种 ，例如直接采用激

光切割方式、掺杂工艺或构 图工艺的方式使 两者相绝缘 。

当同层设置的第一金属 阻挡层和半导体层采用 同一种材料制备 而成时，

半导体层和第一金属 阻挡层相绝缘设置的情况下，同层形成的半导体层与第



一金属 阻挡层可以通过构 图工艺、直接采用激光切割方式、掺 杂工艺或构 图

工艺的方式使 两者相绝缘 ，当然只要可以使 两者保持绝缘 即可 ，并不限定具

体 的形成方法。所述绝缘设置的方法可以为多种 ，例如直接采用激光切割方

式、掺杂工艺或构 图工艺的方式使 两者相绝缘 。

例如 ，优选地 ，同层设置的第一金属 阻挡层和半导体层采用 同一种材料

制备 而成 ，二者不绝缘设置。在具体 实施过程 中，半导体层和第一金属 阻挡

层通过 同一膜层 ，同一次构 图工艺制作 而成 ，相对于现有制作 TFT, 没有增

加工艺流程 。

例如 ，优选地 ，上述 图 2 和 图 3 提供 的 TFT, 源漏极层和栅极至少之一

的材质 为金属铜 （Cu ) 或铜合金 。例如 ，优选地 ，所述形成源极和漏极 的材

料为铜或铜合金 。

例如 ，优选地 ，栅极可以为金属铜 （Cu )、金属铬 （Cr )、金属钨 （W )、

金属钛 （Ti )、金属钽 （Ta )、金属钼 （M o ) 等 ，或者是上述至少两种金属的

合金 。

进一步地 ，第二金属 阻挡层可 以采用氧化铜 （CuO x )、氮化铜 （CuN y )

或 氮氧化铜 （CuN yOx ) 等膜层 ；或者所述第二金属 阻挡层采用金属氧化物半

导体材料 制作 而成 。例如 ：可 以是铟镓辞 氧化 物 （IGZO )、铪铟辞 氧化 物

( HIZO )、铟辞 氧化物 （IZO )、非 晶铟辞氧化物 （a-InZnO )、非 晶氧化辞掺

杂氟氧化物 （ZnO:F )、氧化铟掺 杂锡氧化物 （In20 3:Sn )、非 晶氧化铟掺 杂钼

氧化 物 （In20 3:Mo )、铬 锡 氧化 物 （Cd2Sn0 4 )、非 晶氧化辞 掺 杂铝 氧化 物

( ΖηΟ :Α1)、非 晶氧化钛掺 杂铌氧化物 （Ti0 2: b )、铬锡 氧化物 （Cd-Sn-0 )

或其他金属氧化物 。

上述任一方式的 TFT, 源极 、漏极 、栅极至少之一的材质 为电阻率较低

的铜或铜合金 。例如 ，优选地 ，源漏极层为金属铜或铜合金 ，第二金属 阻挡

层为氧化铜 （CuO x )、氮化铜 （CuNy ) 或 氮氧化铜 （CuNyO x ) 等 。在 实施过

程 中，第二金属 阻挡层和 SD 层可以采用 同一次构 图工艺制作 而成 。可以理解

的是 ，第二金属 阻挡层和 SD 层 的形成方式不限于此 。

首先 ，氧化铜 （CuO x )、氮化铜 （CuNy ) 或 氮氧化铜 （CuNyO x ) 可 以与

半导体层和第一金属 阻挡层形成稳定的界 面，其次，氧化铜 （CuO x )、氮化铜

( CuN ) 或 氮氧化铜 （CuNyO x ) 的刻蚀性能与金属铜或铜合金形成的源漏极

层 的刻蚀性能类似 ，在 同时对 源漏极层 、以及位 于其下方的第一金属 阻挡层



进行湿法刻蚀时，由于二者之间存在第二金属阻挡层 （氧化铜 （CuOx )、氮化

铜 （CllNy ) 或氮氧化铜 （CuNyOx ) )，解决了金属铜或铜合金直接与第一金属

阻挡层结合湿法刻蚀比较难的问题，或者湿法刻蚀 出的截面形貌不理想的问

题。

基于上述任一方式的 TFT, 为了更好的阻止形成源极、漏极的材料与形

成栅极的材料的相互扩散 ，第一金属阻挡层在基板上的投影面积应至少完全

覆盖源漏极层在基板上的投影面积，但是应保证相互的位置关系不影响 TFT

性能的实现。

为了更好的阻止形成源极、漏极的材料与形成栅极的材料的相互扩散 ，

本发明上述实施例中第二金属阻挡层在基板上的投影面积应至少完全覆盖源

漏极层在基板上的投影面积，只要不影响 TFT 功能的实现即可，对具体的位

置不作限定。

本发明上述实施例中，第一金属阻挡层与第二金属阻挡层在基板上的投

影面积及相互的位置关系不作过多限定，只要不影响 TFT 功能的实现即可。

例如，优选地，为了提高氧化物 TFT 的性能，栅极绝缘层可设计为两层，

第一层为氮化硅 （SiNx ) 层，其与栅极相接触，第二层为氧化硅 （SiOx ) 层 ，

其直接与半导体层和第一金属阻挡层接触。双层绝缘层的设计一方面可以阻

挡 TFT 中的各电极中的金属 离子的扩散，另一方面可以避免外界的水、氧气

等杂质的进入，提高 TFT 的性能。

例如，优选地，为了提高半导体层的导电性能，上述任一方式的 TFT 还

包括：位于半导体层的上下两侧的第一欧姆接触层和第二欧姆接触层。第一

欧姆接触层位于栅极绝缘层和半导体层之间，第二欧姆接触层位于半导体层

和源极、漏极之间。该第一欧姆接触层和第二欧姆接触层可以是导电性能更

好的掺杂半导体层。

例如，优选地，本发明实施例提供的基板可以是玻璃基板、石英或者柔

性塑料。

需要说明的是，本发明中例举的结构没有具体阐明显示区域周边的引线

区域的结构，各个膜层都是在进行显示区域制作时同时在周边形成的。而显

示区域的膜层顺序可以有很多种变化，只要制作 出面板驱动必要的元素 （比

如栅极、源极、漏极和像素电极等 ），确保面板正常驱动即可。所以周边的

膜层结构也相应的有很多变化，比如栅极不一定就直接制作在基板上，有可



能在其下方有别的膜层，为了提高基板与基板上金属膜层的附着性，还 可 以

在基板与栅极之间设置緩沖层，所述緩沖层可以为铟锡氧化物 （ITO ) 膜层或

铟辞氧化物 （IZO ) 膜层；比如绝缘层也不一定必须有 2 层，栅极和半导体层

之间也有可能不止一层绝缘层。本发明实施例的结构中，只要确保各金属层

彼此绝缘，且具有连接到外部的可导电部件 （比如 ITO 材料制作的连接电极 )

即可。

上述实施例一与底栅型 TFT 为例说明，以 下将筒单介绍本发明实施例一

提供的顶栅型 TFT 。

顶栅型 TFT 的结构与上述实施例一提供的任一种方式的底栅型 TFT 的结

构类似，也就是说，实施例一上述提供的 TFT 中的第一金属阻挡层、第二金

属阻挡层、栅极绝缘层、基板、欧姆接触层和緩沖层等相关技术特征均适用

于顶栅型 TFT 。不同之处在于，源极、漏极、栅极、栅极绝缘层和半导体层

与基板的相对位置发生变化。緩沖层位于基板和源漏极层之间，半导体部分

结构与基板之间也有緩沖层。本发明实施例提供的顶栅型 TFT 中，除 TFT 结

构与上述底栅型 TFT 结构不同外，其他说明均适用。

实施例二：对应实施例一的其中一种实施方式，即对应上述第一类 TFT

的其中一种实施方式。

以底栅型 TFT 为例。

图 4 为 TFT 俯视示意图，图 5 为图 4 所示的 TFT 在 A-B 向的截面图。

该实施例一提供的 TFT, 包括栅极 2 ( 如图 4 中的虚线内所示的结构 ）和

与栅极 相连的栅极线 2 1、源极 8、漏极 9, 与源极 8 相连的数据线 8 1 , 以

及半导体层 4。

源极 8 和漏极 9 可以称为源漏极层，源漏极层所在 TFT 的膜层称为 SD

层。

参见图 5, 本发明实施例提供的 TFT, 包括：

基板 1、形成在基板 1上的栅极 ;

形成在基板 1上位于栅极 上的栅极绝缘层 3;

形成在基板 1上位于栅极绝缘层 3 上的半导体层 4 和第一金属阻挡层 5,

半导体层 4 和第一金属阻挡层 5位于同一层；

形成在基板 1上位于半导体层 4 和第一金属阻挡层 5 上的刻蚀阻挡层 6,

刻蚀阻挡层 6位于半导体层 4 的上方；



形成在基板 1上位于刻蚀 阻挡层 6 上的源极 8 和漏极 9。

例如 ，较佳地 ，所述形成源极和漏极的材料和形成栅极的材料 中的至少

之一为铜或铜合金 。

例如，较佳地 ，参见 图 5, 第一金属 阻挡层 5 位于与源漏极层 （即源极 8

和漏极 9 ) 相对应的位置。即，源漏极层的垂直投影位于第一金属 阻挡层 5

内以及半导体层 4 内，以保证源漏极层金属 离子不会扩散到位于第一金属阻

挡层 5 下方的栅极绝缘层 3 和栅极 中。

例如，较佳地，图 5 所示的第一金属阻挡层 5 由与半导体层 4 相 同的材

料制作而成。

在实施过程 中，半导体层 4 和第一金属 阻挡层 5 通过同一膜层 ，同一次

构图工艺制作而成，相对于现有制作 TFT, 没有增加工艺流程。半导体层 4

和第一金属 阻挡层 5 相绝缘，同层形成的半导体层 4 与第一金属 阻挡层 5 可

以通过构 图工艺使其之 间存在一定的间隙，当然只要可以使两者保持绝缘即

可，并不限定具体的形成方法。

所述半导体层可以是金属氧化物，例如：可以是铟镓辞氧化物 （IGZO )、

铪铟辞氧化物 （HIZO )、铟辞氧化物 （IZO )、非晶铟辞氧化物 （a-InZnO )、

非晶氧化辞掺杂氟氧化物 （ZnO:F )、氧化铟掺杂锡氧化物 （In20 3:Sn )、非晶

氧化铟掺杂钼氧化物 （In20 3:Mo )、铬锡氧化物 （Cd2Sn0 4 )、非晶氧化辞掺杂

铝氧化 物 （ΖηΟ :Α1 )、非 晶氧化钛掺 杂铌 氧化 物 （Ti0 2: b )、铬锡 氧化物

( Cd-Sn-0 ) 或其他金属氧化物。

本发明所述第一金属 阻挡层为金属氧化物膜层 ，该金属氧化物膜层可有

效阻挡金属 离子，提 高了 TFT 的性能。

图 4 和图 5 所示的 TFT, 通过在源漏极层 （SD 层 ）以及栅极绝缘层 3 之

间设置有第一金属阻挡层 5, 阻挡源漏极层的金属 离子进入栅极绝缘层和栅极

层。同理，也 阻挡栅极层的金属 离子进入半导体层和源漏极层，提 高了 TFT

性能。

例如，较佳地 ，参见图 6, 本发明实施例提供的 TFT, 还 包括：第二金属

阻挡层 7; 位于源漏极层和第一金属 阻挡层 5 之 间。

例如，较佳地，第二金属阻挡层 7, 位于与源漏极层相对应的位置，位于

第一金属阻挡层 5 和源漏极层之 间。例如 ，较佳地，第一金属阻挡层 5 和第

二金属阻挡层 7 在垂直方向的投影可以重叠。



图 6 所示的 TFT, 第二金属 阻挡层 7 位于源漏极层和第一金属 阻挡层 5

之 间，更进一步阻挡 了 SD 层的金属 离子向栅极绝缘层或栅极扩散 ，也 阻挡 了

栅极的金属 离子向半导体层和 SD 层扩散 ，更进一步提 高了 TFT 的性能。在

实施过程 中，第二金属 阻挡层和 SD 层在 同一次构 图工艺中制作 而成。

例如 ，较佳地 ，第二金属 阻挡层 7 为氧化铜 （CuO )、氮化铜 （CuN ), 或

氮氧化铜 ( CuNO ) 等。氧化铜 ( CuO )、氮化铜 ( Cu ), 或氮氧化铜 ( CuNO )

可以与半导体层 4 和第一金属 阻挡层 5 形成稳定的界面，在 同时对源漏极层 、

数据线以及位于其下方的第一金属 阻挡层 5 进行湿法刻蚀时，由于二者之 间

存在第二金属 阻挡层 7 , 例如氧化铜 （CuO )、氮化铜 （CuN ), 或氮氧化铜

( CuNO ), 解决了金属铜直接与第一金属 阻挡层 5 结合湿法刻蚀比较难 的问

题 ，或者湿法刻蚀 出的截面形貌不理想的问题 。

例如 ，较佳地 ，为了提 高氧化物 TFT 的性能，栅极绝缘层可设计为两层 ，

第一层为氮化硅 （SiN x ) , 与栅极相接触 ，第二层为氧化硅 （SiOx ) 直接与半

导体层和第一金属 阻挡层接触 。

例如 ，较佳地 ，为 了提 高半导体层的导 电性能，所述 TFT 还 包括：位于

半导体层的上下两侧的第一欧姆接触层和第二欧姆接触层 。第一欧姆接触层

位于栅极绝缘层和半导体层之 间，第二欧姆接触层位于半导体层和源极漏极

之 间。该第一欧姆接触层和第二欧姆接触层可以是导 电性能更好 的掺杂半导

体层。

例如 ，较佳地 ，本发明实施例提供的基板可以是玻璃基板 、石英，或者

柔性塑料等。

需要说 明的是 ，本发 明中例举 的结构没有具体 阐明显示 区域周边的引线

区域的结构 ，各个膜层都是在进行显示 区域制作 时同时在周边形成的。而显

示 区域的膜层顺序可以有很 多种 变化 ，只要制作 出面板驱动必要 的元素 （比

如栅极 、源极 、漏极和像素 电极等 ），确保 面板正常驱动即可。所以周边的

膜层结构也相应 的有很 多变化 ，比如栅极不一定就直接制作在基板上 ，有可

能在其下方有别的膜层 ，为 了提 高基板与基板上金属膜层的附着性 ，还 可 以

在基板与栅极之 间设置緩沖层 ，所述緩沖层可以为铟锡氧化物 （ITO ) 膜层或

铟辞氧化物 （IZO ) 膜层；比如绝缘层也不一定必须有两层 ，栅极和半导体层

之 间也有可能不止一层绝缘层 。本发 明实施例的结构 中，只要确保各金属层

彼此绝缘 ，且具有连接到外部的可导 电部件 （比如 ITO 材料制作 的连接 电极 ）



即可。
以上实施例二提供的 TFT 为底栅型 TFT, 以下将筒单介绍顶栅型 TFT 。

参见图 7 , 与上述底栅型 TFT 结构类似，不同之处在于，栅极和半导体
层所处的位置不同，所述 TFT 包括：

基板 1、形成在基板 1上的源极 8和漏极 9;

形成在基板 1上位于源极 8和漏极 9 上的刻蚀阻挡层 6;

形成在基板 1上位于刻蚀阻挡层 6上的半导体层 4 和第一金属阻挡层 5;

形成在基板 1上位于半导体层 4 和第一金属阻挡层 5上的栅极绝缘层 3;

形成在基板 1上位于栅极绝缘层 3 上的栅极 2。

所述刻蚀阻挡层实际上是保护源极和漏极不受刻蚀的影响。

例如，较佳地，所述 TFT 还包括：形成在第一金属阻挡层 5和源极 8和

漏极 9之间的第二金属阻挡层 7。

例如，较佳地，所述 TFT 还包括：形成在栅极 2 上覆盖整个 TFT 的钝化

层 10。

与实施例一类似，包括所述顶栅型 TFT 的阵列基板还包括像素电极 11。

像素电极 11通过过孔与 TFT 的漏极 9相连。
其他结构与底栅型 TFT 的阵列基板结构类似，这里不再赘述。

实施例三：第二类 TFT ( 至少包括非晶硅或多晶硅 TFT )。

实施例三提供的第二类 TFT 与上述实施例一提供的 TFT 类似，例如实施

例一提供的第一金属阻挡层、第二金属阻挡层、栅极绝缘层、基板、欧姆接

触层和緩沖层等的膜层的材质、设置位置等相关技术特征均适用于实施例三
提供的第二类 TFT。不同之处包括以下几方面：

( 1 ) 半导体层的材质不同，非晶硅 TFT 和多晶硅 TFT 的半导体层为非

晶硅或多晶硅。
( 2 ) 无刻蚀阻挡层。

( 3 ) 第一金属阻挡层与半导体层采用不同材料制作而成。

以下筒单说明实施例三提供的 TFT 的结构。
例如，较佳地，对于仅设置第一金属阻挡层的底栅型 TFT, 为：

所述栅极位于所述基板上；
所述栅极绝缘层位于所述栅极上；

所述半导体层和第一金属阻挡层位于所述栅极绝缘层上；



所述源极和漏极位于所述第一金属阻挡层上；

例如，较佳地，对于仅设置第一金属阻挡层的顶栅型 TFT, 为：

所述源极和漏极位于所述基板上；

所述半导体层和第一金属阻挡层位于所述源极和漏极上；

所述栅极绝缘层位于所述半导体层和第一金属阻挡层上；

所述栅极位于所述栅极绝缘层上。

例如，较佳地，对于同时设置第一金属阻挡层和第二金属阻挡层的底栅

型 TFT, 为：

栅极位于所述基板上；

栅极绝缘层位于所述栅极上；

半导体层和第一金属阻挡层位于所述栅极绝缘层上；

第二金属阻挡层位于所述半导体层和第一金属阻挡层上；

所述源漏极层位于所述第一金属阻挡层上。

例如，较佳地，对于同时设置第一金属阻挡层和第二金属阻挡层的顶栅

型 TFT, 为：

所述源极和漏极位于所述基板上；

所述第二金属阻挡层位于所述源极和漏极上；

所述半导体层和第一金属阻挡层位于所述第二金属阻挡层上；

所述栅极绝缘层位于所述半导体层和第一金属阻挡层上；

所述栅极位于所述栅极绝缘层上。

实施例三提供的顶栅型 TFT 与底栅型 TFT 结构类似，例如第一金属阻挡

层、第二金属阻挡层、栅极绝缘层、基板 、欧姆接触层和緩沖层等的膜层材

质、设置位置等相关技术特征均适用于顶栅型 TFT 。实施例三提供的 TFT 至

少包括非晶硅或多晶硅 TFT 。

以上通过实施例一至实施例三说明本发明提供的TFT 。本发明提供的TFT

不限于为实施例一至实施例三提供的实施方式，任何 包括实施例一至实施例

三提供的第一金属阻挡层和第二金属阻挡层均包含在本发明范围之 内。

实施例 四：阵列基板。

本发明实施例三提供的阵列基板 ，包括实施例一至实施例三提供的任一

方式的 TFT, 以下所述的 TFT 至少包括金属氧化物 TFT 、非晶硅 TFT 和多晶

硅 TFT 。以下所述的 TFT, 至少包括第一金属阻挡层，所述 TFT 例如，优选



地还 包括第二金属 阻挡层。

所述阵列基板 包括上述任一方式的仅 包括第一金属 阻挡层的 TFT 。

所述阵列基板还 包括：数据线和栅极线，所述数据线与所述薄膜 晶体管

的源极相连 ，所述栅极线与薄膜 晶体管的栅极相连；

所述第一金属 阻挡层位于与所述源极 、漏极及数据线相对应 的位置；或

者

所述第一金属 阻挡层位于与所述源极 、漏极及栅极线相对应 的位置；或

者

所述第一金属 阻挡层位于与所述源极 、漏极 、栅极线和数据线相对应 的

位置。

所述阵列基板 包括上述任一方式的同时包括第一金属 阻挡层和第二金属

阻挡层的 TFT 。

所述阵列基板还 包括：数据线和栅极线，所述数据线与所述薄膜 晶体管

的源极相连 ，所述栅极线与薄膜 晶体管的栅极相连；

所述第一金属 阻挡层位于与所述源极 、漏极及数据线相对应 的位置，或

者位于与所述源极 、漏极及栅极线相对应 的位置，或者位于与所述源极 、漏

极 、栅极线和数据线相对应的位置；和/或

所述第二金属 阻挡层位于与所述源极 、漏极及数据线相对应 的位置，或

者位于与所述源极 、漏极及栅极线相对应 的位置，或者位于与所述源极 、漏

极 、栅极线和数据线相对应的位置。

以下通过附图具体说明，参见 图 1, 阵列基板还 包括：与所述 TFT 中栅

极 相连的栅极线 2 1, 以及与源极 8 相连的数据线 8 1。

一般地 ，数据线 8 1 和/或栅极线 2 1 的材质与源漏极层或栅极相 同。

在上述 TFT 的基础上 ，为 了更好的防止数据线和/或栅极线向 TFT 中的膜

层扩散 ，或者 阻止数据线和栅极线的材料相互扩散 ，包括上述 TFT 的阵列基

板还 包括：位于数据线对应 区域的第一金属 阻挡层 ，和/或位于栅极线对应 区

域的第一金属 阻挡层。

为 了更进一步防止数据线和/或栅极线向 TFT 中的膜层扩散 ，或者 阻止数

据线和栅极线的材料相互扩散 ，在数据线和/或栅极线对应 区域设置第一金属

阻挡层的基础上 ，阵列基板还 包括：位于数据线对应 区域的第二金属 阻挡层 ，

和/或位于栅极线对应 区域的第二金属 阻挡层 。



第一金属阻挡层在基板上的投影面积不小于对应位置的源极、漏极、数
据线和/或栅极的面积。第二金属阻挡层在基板上的投影面积不小于对应位置
的源极、漏极、数据线和/或栅极的面积。数据线和/或栅极在基板上的投影位

于第一金属阻挡层在基板上的投影内，但是应保证相互的位置关系不影响
TFT 性能的实现。数据线和/或栅极在基板上的投影位于第二金属阻挡层在基

板上的投影内，但是应保证相互的位置关系不影响 TFT 性能的实现。

一种优选的实施方式为：参见图 8和图 9 ( 图 9 为图 8所示的阵列基板在
C-D 向的截面图 ) , 在数据线 8 1 和栅极线 2 1相对应区域均设置第一金属阻挡

层 5 和第二金属阻挡层 7。例如，第一金属阻挡层 5 设置于源极 8 和漏极 9

相对应的区域，还设置在栅极线 2 1和数据线 8 1相对应的区域。

第二金属阻挡层也可以设置在与所述源极、漏极以及数据线或所述源极、
漏极以及栅极线或所述源极、漏极、栅极线及数据线相对应的位置，这里不

再赘述。
例如，优选地，第一金属阻挡层和/或第二金属阻挡层在垂直方向的投影，

与数据线、源极和漏极在基板上的投影完全重合。

对于底栅型 TFT, —种实施方式为：先制作栅极和栅极线，后制作第一

金属阻挡层，最后制作数据线；第一金属阻挡层可以设置在栅极线上方和/或

数据线下方。另一种实施方式为：栅极线和数据线同一次构图工艺形成，在
形成栅极时形成栅极线和数据线，或者形成源漏极层时形成栅极线和数据线；

第一金属阻挡层可以设置在栅极线和/或数据线的上方，或者设置在栅极线和/

或数据线的下方。主要 目的是避免栅极线和数据线的金属离子扩散到半导体
层对 TFT 性能造成影响。

图 8 中所示的 TFT, 在栅极线 2 1 和数据线 8 1 对应的区域都设置有第一

金属阻挡层。在形成栅极线 2 1之后，形成半导体层的同时，形成与栅极线 2 1

区域对应的第一金属阻挡层 （图 8 中未示出）。
由于数据线 8 1 和源极 8在同一次构图工艺中制作而成，材料相同。在形

成数据线 8 1 之前，形成半导体层 4 的同时，形成位于数据线 8 1 下方的第一
金属阻挡层。

第一阻挡层可以阻挡数据线金属离子扩散到 TFT 的栅极或栅极线或其他
膜层结构，进一步提高 TFT 的性能，更进一步提高了显示装置的图像显示效

果。



例如 ，较佳地 ，该阵列基板还 包括位于与基板较近的导 电膜层和基板之

间的緩沖层 ，提 高导 电膜层与基板之 间的附着力。例如在栅极线与基板之 间，

以及第一 阻挡层与基板之 间设置緩沖层 ，提 高栅极线和第一 阻挡层分别与基

板的附着力。

当然，本发明实施例一、实施例二和实施例三提供 的 TFT 和阵列基板结

构 同样适用于源漏极层 、栅极 、数据线和栅极线至少之一 由其他 电阻率较低

且金属 离子扩散性较 高的金属或合金制成的 TFT 和阵列基板 。例如金 、银 、

金合金或银合金等用作 源漏极层 、栅极 、数据线和栅极线至少之一时，采用

本发明实施例提供 的 TFT 和阵列基板 同样可以解决金属 离子扩散导致的半导

体性能下降的问题 。

参见 图 9 , 本发明实施例提供的阵列基板还 包括：位于 TFT 源漏极层上

的钝化层 10 , 以及与 TFT 的漏极 9 相连的像素 电极 11。像素电极 11 与漏极

9 通过过孔连接 。

例如 ，优选地 ，本发明实施例提供 的钝化层 ，由有机树脂材料制作而成。

有机树脂可以是苯并环丁烯 （BCB ) , 也可以是其他有机感光材料 。有机树脂

相 比较无机材料硬度较 小，更有利于对阵列基板最外层起到平坦作用 ，有利

于彩膜基板和阵列基板之 间的液晶分子的理想排列。

在本发 明中，构 图工艺，可只 包括光刻工艺，或 ，包括光刻工艺以及刻

蚀步骤 ，同时还可以包括打 印、喷墨等其他用于形成预定图形的工艺；光刻

工艺，是指 包括成膜 、曝光、显影等工艺过程 的利用光刻胶 、掩模板 、曝光

机等形成图形的工艺。可根据本发 明中所形成的结构选择相应 的构 图工艺。

形成膜层的方式通常有沉积 、涂敷 、溅射等多种方式，下面均以其 中的

一种或几种方式举例进行说 明。举例来说 ，采用构 图工艺在基板上形成 包括

栅极的图形 ，为：首先在基板上沉积栅极膜层 ，然后涂布光刻胶 ，利用掩膜

板对光刻胶进行曝光和显影处理来形成光刻胶 图案 ，接着利用该光刻胶 图案

作为蚀刻掩模 ，通过刻蚀等工艺去除相应 的膜层 ，并且去除剩余 的光刻胶 ，

最终在基板上形成栅极 图形。

以实施例二提供 的 TFT 为例具体介绍所述阵列基板 。

图 1为本发 明实施例提供 的阵列基板 。其 中，包括实施例二所述的的 TFT 。

还 包括：与 TFT 中栅极 相连的栅极线 2 1 , 以及与源极 8 相连的数据线

8 1。



参见图 10, 本发明实施例提供的阵列基板，第一金属阻挡层 5 还可 以设

置在与栅极线和数据线 （图 10 中栅极线和数据线位于第一金属阻挡层 5 的正

下方，未在图 10 中体现出 ) 相对应的区域。

对于底栅型 TFT, 可以设置在栅极线上方和/或数据线下方。

图 10 中所示的 TFT, 在栅极线和数据线 （栅极线和数据线在图 10 中未

示出）对应的区域都设置有第一金属阻挡层 5。也就是说，第一金属阻挡层 5

和/或第二金属阻挡层 7 在垂直方向的投影，与数据线、源极 8 和漏极 9 在基

板 1上的投影重叠。

在形成栅极线之后，形成半导体层的同时，形成与栅极线区域对应的第

一金属阻挡层。

由于数据线和源极在同一次构图工艺中制作而成，材料相 同。在形成数

据线之前，形成半导体层的同时，形成第一金属阻挡层。

第一金属阻挡层可以阻挡数据线金属离子扩散到 TFT 的栅极或栅极线或

其他膜层结构，同时也可以阻挡栅极线或数据线的金属离子扩散到半导体层，

进一步提高 TFT 的性能，更进一步提高了显示装置的图像显示效果。

同理，第二金属阻挡层也可以设置在与栅极线和数据线相对应的区域，

这里不再赘述。

例如，较佳地，该阵列基板还 包括位于栅极线和第一金属阻挡层与基板

之间的緩沖层，提高栅极线和第一金属阻挡层与基板的附着力。

参见图 9, 本发明实施例提供的阵列基板还包括：位于 TFT 源漏极层上

的钝化层 10, 以及与 TFT 的漏极 8相连的像素电极 11。像素电极 11 与漏极

9 通过过孔连接 ，这属于现有技术，不再赘述。

例如，较佳地，本发明实施例提供的钝化层，由有机树脂材料制作而成。

有机树脂可以是苯并环丁烯 （BCB ) , 也可以是其他有机感光材料。有机树脂

相比较无机材料硬度较小，更有利于对阵列基板最外层起到平坦作用，有利

于彩膜基板和阵列基板之间的液晶分子的理想排列。

本发明实施例提供的 TFT 以及 阵列基板，源漏极层以及数据线可以但不

限于由金属铜 （Cu ) 制作而成。

本发明实施例提供的栅极可以是金属膜层，例如可以为金属铬 （Cr )、金

属钨 （W )、金属钛 （Ti )、金属钽 （Ta )、金属钼 （Mo ) 等，或者是上述至少

两种金属的合金。



实施例五：一种显示装置。

本发明实施例提供的显示装置为上述实施例一至实施例三提供的任一方

式的 TFT; 或者所述显示装置为上述实施例四提供的任一方式的阵列基板。

所述显示装置可以为液晶面板 、液晶显示器、液晶电视、OLED 面板 、

OLED 显示器、OLED 电视或电子纸等显示装置。

该显示装置的一个示例为液晶显示装置，其中，阵列基板与对置基板

彼此对置以形成液晶盒，在液晶盒中填充有液晶材料。该对置基板例如为

彩膜基板。阵列基板的每个像素单元的像素电极用于施加 电场对液晶材料

的旋转的程度进行控制从而进行显示操作 。在一些示例中，该液晶显示器

还 包括为阵列基板提供背光的背光源。

该显示装置的另一个示例为有机 电致发光 （OLED ) 显示装置，其 中，

阵列基板的每个像素单元的薄膜晶体管连接有机 电致发光装置的阳极或阴

极 ，用于驱动有机发光材料发光以进行显示操作。

以下将从工艺流程方面说明本发明实施例提供的薄膜晶体管 TFT 和阵列

基板的制作方法。

实施例六：薄膜晶体管 TFT 及阵列基板的制作方法。

以上述实施例一至实施例三提供的 TFT 为例说明本发明提供的 TFT 的制

作方法。

所述 TFT 的制作方法整体 包括：

形成包括栅极 、源漏极层和半导体层的图形；形成包括栅极绝缘层以及

第一金属阻挡层的图形；所述栅极绝缘层位于所述栅极和半导体层之 间，所

述第一金属阻挡层位于所述源漏极层与栅极绝缘层之 间，所述第一金属阻挡

层与所述半导体层 同层绝缘设置。

针对仅设置有第一金属阻挡层的 TFT, 所述形成包括栅极 、源漏极层和

半导体层的图形；形成包括栅极绝缘层以及第一金属阻挡层的图形，为：

针对底栅型 TFT, 所述方法为：

采用构图工艺在基板上形成包括栅极的图形；

采用构图工艺在形成有所述栅极图形的基板上形成包括栅极绝缘层的图

形；

采用同一次构图工艺在形成有所述栅极绝缘层图形的基板上形成包括半

导体层和第一金属阻挡层的图形；



采用同一次构图工艺在形成有半导体层和第一金属阻挡层的基板上形成
包括源极、漏极的图形；

针对顶栅型 TFT , 所述方法为：
采用同一次构图工艺在基板上形成包括源极、漏极的图形；

采用同一次构图工艺在形成有所述源极、漏极的基板上形成包括半导体

层和第一金属阻挡层的图形；

采用构图工艺在形成有所述半导体层和第一金属阻挡层图形的基板上形
成包括栅极绝缘层的图形；

采用构图工艺在形成有所述栅极绝缘层图形的基板上形成包括栅极的图

形。
进一步的，在形成有上述第一金属阻挡层的 TFT 的基础上，还包括形成

第二金属阻挡层的图形，所述第二金属阻挡层位于所述第一金属阻挡层与所
述源极、漏极之间。

针对实施例一或实施例二提供的任一方式的 TFT, 即具有刻蚀阻挡层的

TFT, 还包括形成刻蚀阻挡层的图形，所述刻蚀阻挡层位于所述半导体层与所
述源极和漏极之间。

进一步地，所述形成包括栅极、源极、漏极、半导体层、栅极绝缘层、

刻蚀阻挡层、第一金属阻挡层和第二金属阻挡层的图形，为：
针对底栅型 TFT, 所述方法为：

采用构图工艺在基板上形成包括栅极的图形；
采用构图工艺在形成有所述栅极图形的基板上形成包括栅极绝缘层的图

形；
采用同一次构图工艺在形成有所述栅极绝缘层图形的基板上形成包括半

导体层和第一金属阻挡层的图形；
采用构图工艺在形成有半导体层和第一金属阻挡层图形的基板上形成包

括刻蚀阻挡层的图形；

采用同一次构图工艺在形成有刻蚀阻挡层图形的基板上形成包括源极、

漏极以及第二金属阻挡层的图形；

针对顶栅型 TFT , 所述方法为：

采用同一次构图工艺在基板上形成包括源极、漏极以及第二金属阻挡层

的图形；



采用构图工艺在形成有所述源极、漏极和第二金属阻挡层图形的基板上

形成包括刻蚀阻挡层的图形；
采用同一次构图工艺在形成有所述刻蚀阻挡层图形的基板上形成包括半

导体层和第一金属阻挡层的图形；
采用构图工艺在形成有所述半导体层和第一金属阻挡层图形的基板上形

成包括栅极绝缘层的图形；
采用构图工艺在形成有所述栅极绝缘层图形的基板上形成包括栅极的图

形。
例如，较佳地，所述采用同一次构图工艺在形成有刻蚀阻挡层图形的基

板上形成包括源极、漏极以及第二金属阻挡层的图形为：

采用镀膜工艺在形成有所述刻蚀阻挡层图形或第一金属阻挡层图形的基
板上形成所述铜金属或铜合金膜层；在形成所述铜金属或铜合金膜层的初始

时间段内，向腔体内通入预设比例的氧气、氮气或氧气和氮气的混合气体形

成铜或铜合金的氧化物、氮化物或氮氧化物用于形成第二金属阻挡层，除所

述第二金属阻挡层之外的铜金属或铜合金膜层用于形成源极和漏极；采用一
次曝光、显影、光刻刻蚀步骤形成所述源极、漏极以及第二金属阻挡层的图

形。
例如，较佳地，所述采用同一次构图工艺在基板上形成包括源极、漏极

以及第二金属阻挡层的图形为：

采用镀膜工艺在基板上形成所述铜或铜合金膜层；在形成所述铜或铜合

金膜层的结束时间段内，向腔体内通入预设比例的氧气、氮气或氧气和氮气
的混合气体形成铜或铜合金的氧化物、氮化物或氮氧化物用于形成第二金属

阻挡层，除所述第二金属阻挡层之外的铜金属或铜合金膜层用于形成源极和
漏极；采用一次曝光、显影、光刻刻蚀步骤形成所述源极、漏极以及第二金

属阻挡层的图形。
其中一种较具体的与实施例二对应的实施方式，在上述实施方式 （具有

第一金属阻挡层、第二金属阻挡层 ）的基础上，进一步地，所述第一金属阻

挡层与所述半导体层绝缘设置。所述半导体层由金属氧化物半导体材料制作

而成，进一步地，所述第一金属阻挡层与所述半导体层采用相同的材料制作

而成。
针对实施例三提供的 TFT, 即无刻蚀阻挡层的 TFT, 所述形成包括栅极、



源极、漏极、半导体层、栅极绝缘层、刻蚀阻挡层、第一金属阻挡层和第二
金属阻挡层的图形，为：

针对底栅型 TFT, 所述方法为：

所述形成包括栅极、源极、漏极、半导体层、栅极绝缘层、第一金属阻

挡层和第二金属阻挡层的图形，为：
采用构图工艺在基板上形成包括栅极的图形；

采用构图工艺在形成有所述栅极图形的基板上形成包括栅极绝缘层的图

形；
采用构图工艺在形成有所述栅极绝缘层图形的基板上形成包括半导体层

的图形；

采用构图工艺在形成有所述半导体层图形的基板上形成第一金属阻挡层

的图形；
采用同一次构图工艺在形成有第一金属阻挡层图形的基板上形成包括源

极、漏极以及第二金属阻挡层的图形；

针对顶栅型 TFT, 所述方法为：

采用同一次构图工艺在基板上形成包括源极、漏极以及第二金属阻挡层

的图形；
采用构图工艺在形成有所述源极、漏极以及第二金属阻挡层图形的基板

上形成包括半导体层的图形；
采用构图工艺在形成有所述半导体层图形的基板上形成第一金属阻挡层

的图形；
采用构图工艺在形成有所述第一金属阻挡层图形的基板上形成包括栅极

绝缘层的图形；
采用构图工艺在形成有所述栅极绝缘层图形的基板上形成包括栅极的图

形。
例如，较佳地，所述采用同一次构图工艺在形成有第一金属阻挡层图形

的基板上形成包括源极、漏极以及第二金属阻挡层的图形为：

采用镀膜工艺在形成有所述刻蚀阻挡层图形或第一金属阻挡层图形的基
板上形成所述铜金属或铜合金膜层；在形成所述铜金属或铜合金膜层的初始

时间段内，向腔体内通入预设比例的氧气、氮气或氧气和氮气的混合气体形

成铜或铜合金的氧化物、氮化物或氮氧化物用于形成第二金属阻挡层，除所



述第二金属 阻挡层之外的铜金属或铜合金膜层用于形成源极和漏极 ；采用一
次曝光、显影 、光刻刻蚀步骤形成所述源极 、漏极 以及第二金属 阻挡层的图

形。

例如 ，较佳地 ，所述采用 同一次构 图工艺在基板上形成 包括源极 、漏极

以及 第二金属 阻挡层的图形为：

采用镀膜工艺在基板上形成所述铜或铜合金膜层；在形成所述铜或铜合

金膜层的结束时间段 内，向腔体 内通入预设 比例的氧气、氮气或氧气和氮气

的混合气体形成铜或铜合金 的氧化物 、氮化物或氮氧化物用于形成第二金属

阻挡层 ，除所述第二金属 阻挡层之外的铜金属或铜合金膜层用于形成源极和

漏极 ；采用一次曝光、显影 、光刻刻蚀步骤形成所述源极 、漏极 以及第二金

属 阻挡层的图形。

以 下将以实施例二提供 的 TFT 为例说 明本发 明提供的 TFT 的制作方法，

下面从工艺流程方面说 明本发 明实施例提供 的薄膜 晶体管的制作方法。

本发明实施例提供 的薄膜 晶体管的制作方法整体 包括：

形成 包括栅极 、源漏极层和半导体层的图形；以及形成 包括栅极绝缘层 、

刻蚀 阻挡层 ，以及第一金属 阻挡层的图形；

所述栅极绝缘层位于所述栅极和半导体层之 间，所述刻蚀 阻挡层位于所

述半导体层与源漏极层之 间，所述第一金属 阻挡层位于所述源漏极层与栅极

绝缘层之 间，其 中，所述第一金属 阻挡层与所述半导体层 同层绝缘设置。

参见 图 11 , 制作底栅型 TFT 的阵列基板的方法具体 包括以下步骤：

S l l 、采用构 图工艺在基板上形成 包括栅极 的图形；

S12、采用构 图工艺在形成有所述栅极 图形的基板上形成 包括栅极绝缘层

的图形；

513 、采用 同一次构 图工艺在形成有所述栅极绝缘层 图形的基板上形成 包

括半导体层和第一金属 阻挡层的图形；

5 14、采用构 图工艺在形成有半导体层和第一金属 阻挡层 图形的基板上形

成 包括刻蚀 阻挡层的图形；

S15、采用 同一次构 图工艺在形成有刻蚀 阻挡层 图形的基板上依次形成 包

括源漏极层以及第二金属 阻挡层的图形。

更进一步的，可以通过溅射或热蒸发 的方法在形成有刻蚀 阻挡层的基板

上沉积一层金属膜层 ，沉积金属膜层的初始时间段 内，向溅射或热蒸发腔体



内通入预设 比例的氧气 0 2和/或氮气 N 2。

如果不包括形成刻蚀 阻挡层的步骤 时，所述形成 包括源漏极层 ，以及第

二金属 阻挡层的图形，为：

在形成有 包括半导体层和第一金属 阻挡层的图形的基板上形成一层金属

膜层；

采用一次构 图工艺形成所述 包括源漏极层 ，以及第二金属 阻挡层的图形；

其 中，在形成金属膜层的初始时间段 内，向腔体 内通入预设 比例的氧气

或氮气或者氧气和氮气的混合气体 。

例如 ，优选地 ，参见 图 12, 制作顶栅型 TFT 的阵列基板的方法具体 包括

以 下 步骤：

S21 、采用 同一次构 图工艺在基板上依次形成 包括源漏极层 ，以 及 第二金

属 阻挡层的图形；

S22 、采用构 图工艺在形成有所述源漏极层和第二金属 阻挡层 图形的基板

上形成 包括刻蚀 阻挡层的图形；

S23 、采用 同一次构 图工艺在形成有所述刻蚀 阻挡层 图形的基板上形成 包

括半导体层和第一金属 阻挡层的图形；

S24 、采用构 图工艺在形成有所述半导体层和第一金属 阻挡层 图形的基板

上形成 包括栅极绝缘层的图形；

S25 、采用构 图工艺在形成有所述栅极绝缘层 图形的基板上形成 包括栅极

的图形。

例如 ，优选地 ，图 12 所示的 TFT 的阵列基板的制作方法，所述形成 包括

源漏极层 ，以及第二金属 阻挡层的图形，为：

在基板上形成一层金属膜层；采用一次构 图工艺形成 包括源漏极层 ，以

及第二金属 阻挡层 图形；

其 中，在形成金属膜层的结束时间段 内，向腔体 内通入预设 比例的氧气

或氮气或者氧气和氮气的混合气体 。

更进一步的，可以通过溅射或热蒸发 的方法在形成有刻蚀 阻挡层的基板

上沉积一层金属膜层 ，沉积金属膜层的结束时间段 内，向溅射或热蒸发腔体

内通入预设 比例的氧气或氮气或者氧气和氮气的混合气体 。

本发 明的上述方法的实施例 中，所述形成源极和漏极 的材料及形成栅极

的材料 中的至少一个为铜或铜合金 ，当然并不限于此 ，本发 明实施例的 目的



在 于采用第一金属 阻挡层 阻止形成 源极 、漏极 的材料 与形成栅极 的材料 的相

互扩散 ，其他形成栅极 、源极 、漏极 的材料具备很 强的扩散 性 时也适用于本

发 明，例如金 、银等 。下述均以形成 源极和漏极 的材料及形成栅极 的材料 为

金属铜举例说 明。

本发 明上述 实施例 中同层设 置的第一金属 阻挡层和半导体层可 以采用 同

一种材料制备 而成 ，当半导体层 为金属氧化物半导体层 时，第一金属 阻挡层

可 以采 用 制备 金 属 氧化 物 半 导 体 层 的材 料 ，例 如 ：可 以是 铟 镓 辞 氧化 物

( IGZO )、铪 铟辞 氧化 物 （HIZO )、铟 辞 氧化 物 （IZO )、非 晶铟 辞 氧化 物

( a-InZnO )、非 晶氧化 辞 掺 杂 氟氧化 物 （ZnO:F )、 氧化 铟 掺 杂锡 氧化 物

( In20 3:Sn )、非 晶氧化铟掺 杂钼氧化物 （In20 3:Mo ) 、铬锡氧化物 （Cd2Sn0 4 )、

非 晶氧化辞掺 杂铝氧化物 （ΖηΟ :Α1)、非 晶氧化钛掺 杂铌 氧化物 （Ti0 2: b )、

铬锡 氧化物 （Cd-Sn-O ) 或其他金属氧化物 。

本发 明上述 实施例 中同层设 置的第一金属 阻挡层和半导体层可 以采用不

同种材料制备 而成 ，当半导体层 为金属氧化物半导体层 时，第一金属 阻挡层

可以采用氧化铜 （CuO x )、氮化铜 （CuNy ) 或 氮氧化铜 （CuNyO x ) 等 ，或 ，

采用与形成半导体层 的金属氧化物不 同的其他金属氧化物 ； 当半导体层 为非

晶硅或多晶硅半导体层 时，第一金属 阻挡层可 以采用制备金属氧化物半导体

层 的材料 ，也可 以采用氧化铜 ( CuO x ) 、氮化铜 （CuNy ) 或 氮氧化铜 （CuNyO x )

等 。

本发 明上述 实施例 中同层设 置的第一金属 阻挡层和半导体层可 以绝缘或

不绝缘设置 ，只要 不影响 TFT 功能的实现 即可 ，在此不作 限定。所述绝缘设

置的方法可 以为多种 ，例如直接 采用激光切割方式 、掺 杂工艺或构 图工艺的

方式使 两者相绝缘 。

为 了更好 的阻止形成 源极 、漏极 的材料 与形成栅极 的材料 的相 互扩散 ，

本发 明上述 实施例 中，第一金属 阻挡层在正投影方向上 的面积应 至少完全覆

盖 源漏极层 的面积 ，但是应保证相互的位 置关系不影响 TFT 性 能的实现 。

为 了更好 的阻止形成 源极 、漏极 的材料 与形成栅极 的材料 的相 互扩散 ，

本发 明上述 实施例 中第二金属 阻挡层在正投影方向上 的面积应 至少完全覆盖

源漏极层 的面积 ，只要 不影响 TFT 功 能的实现 即可 ，对具体 的位 置不作 限定。

本发 明上述 实施例 中，所述第二金属 阻挡层可以采用氧化铜 （CuO x )、氮

化铜 （CuNy 或 氮氧化铜 （CuN yOx ) 等 ; 也可以采用形成金属氧化物半导体



层的材料 ，例如：可以是铟镓辞氧化物 （IGZO )、铪铟辞氧化物 （HIZO )、铟

辞 氧化物 （IZO )、非 晶铟辞 氧化物 （a-InZnO )、非 晶氧化辞掺 杂 氟氧化物

( ZnO:F )、氧化铟掺 杂锡 氧化 物 （In20 3:Sn )、非 晶氧化铟掺 杂钼 氧化 物

( In20 3:Mo )、铬锡氧化物 （Cd2Sn0 4 )、非晶氧化辞掺杂铝氧化物 （ΖηΟ :Α1)、

非晶氧化钛掺杂铌氧化物 （Ti0 2:Nb )、铬锡氧化物 （Cd-Sn-O ) 或其他金属氧

化物。

本发 明上述实施例 中, 第一金属 阻挡层与第二金属 阻挡层在正投影方向

上的面积及相互的位置关系不作过多限定，只要不影响 TFT 功能的实现 即可。

下 面以制作 图 9 或 图 10 所示的阵列基板为例，说明制作 TFT 或阵列基板

的优选的工艺流程 。

需要说 明的是 ，下述以金属氧化物 TFT 为例说明，所述第一金属 阻挡层

5 采用与半导体层 4 相 同的金属氧化物制备形成 ，所述形成源极 8 和漏极 9

的材料为铜 ，所述第二金属 阻挡层 7 为氧化铜 （CuO x )、氮化铜 （CuN y ) 或

氮氧化铜 （CuNyO x ) 等 。

阵列基板制作方法包括：

步骤一：栅极 和栅极线 21 图形的形成过程 。

在基板上采用溅射或热蒸发 的方法 ，沉积栅极金属膜层 ，厚度优选 为

4000 Α ~ 1500 θΑ 。通过一次曝光显影 、光刻和刻蚀工艺形成栅极 2 和栅极线

2 1 图形。形成的栅极 2 和栅极线 2 1 的图形和位置与现有技术相 同这里不再赘

述。

所述形成栅极 2 和栅极线 2 1 图形的金属膜层可以为金属铜 （Cu )、金属

铬 （Cr )、金属钨 （W )、金属钛 （Ti )、金属钽 （Ta )、金属钼 （M o ) 等 ，或

者是上述至少两种金属的合金 。

步骤二：栅极绝缘层 3 图形的形成过程 。

厚度优选为 2000A ~ 5000A, 该绝缘层为待形成栅极绝缘层 图形的绝缘层；

具体地 ，该绝缘层可以为氧化硅或者氮化硅层 。氧化硅或者氮化硅层可以是

氧化物 、氮化物或者氧氮化合物与反应气体通过化 学气相沉积法形成。所述

反应气体可以是硅烷 （SiH 4 )、氨 气 （N ) 和氮气 （N 2 ) 的混合物，或者为

二氯化硅 （Si Cl2 )、氨气 （NH 3 ) 和 氮气 （N 2 ) 的混合物。

为了提 高氧化物 TFT 的性能，栅极绝缘层 图形可通过两层材料不同的



绝缘层形成，第一层为氮化硅 （SiN x ), 第二层为氧化硅 （SiOx ) , 第一层氮化

硅 （SiN x ) 形成的栅极绝缘层直接与栅极相接触 ，第二层氧化硅 ( SiO x ) 直接

与半导体层和第一金属 阻挡层接触。双层栅极绝缘层 图形是 由双层绝缘层通

过一次曝光显影、光刻和刻蚀工艺形成。

步骤三：半导体层 4 和第一金属阻挡层 5 图形的形成过程 。

在形成有栅极绝缘层 3 的基板上，通过溅射方法连续沉积金属氧化物膜

层，厚度优选为 50A ~ 1000A 。通过一次曝光显影、光刻和刻蚀工艺形成半导

体层 4 和第一金属 阻挡层 5 的图形。

所述金属氧化物可以是铟镓辞氧化物 （IGZO )、铪铟辞氧化物 （ΗΙΖΟ )、

铟辞氧化物 （ΙΖΟ )、非晶铟辞氧化物 （a-InZnO )、非晶氧化辞掺杂氟氧化物

( ZnO:F )、氧化铟掺 杂锡 氧化 物 （In20 3:Sn )、非 晶氧化铟掺 杂钼 氧化物

( In20 3:Mo )、铬锡氧化物 （Cd2Sn0 4 )、非晶氧化辞掺杂铝氧化物 （ΖηΟ :Α1)、

非晶氧化钛掺杂铌氧化物 （Ti0 2:Nb )、铬锡氧化物 （Cd-Sn-O ) 或其他金属氧

化物。

第一金属阻挡层 5 位于与待形成源漏极层和数据线 8 1相对应的位置，以

及与栅极 相对应的位置。

半导体层 4 和第一金属阻挡层 5 同层设置，没有增加工艺流程 。该步骤

通过一次图形化工艺形成第一金属 阻挡层 5 图形，相对于现有技术没有增加

工艺流程 ，但 实现 了源漏极层和数据线的金属 离子的隔离功能，该结构可以

很好地 阻止金属 离子的扩散 ，尤其是高温工艺下金属 离子的扩散 ，提 高了 TFT

的性能。

步骤 四 ：刻蚀阻挡层图形 6 的形成过程。

在完成步骤三的基板上通过 PECVD 方法连续沉积绝缘层，厚度优选为

1000A 3000A, 绝缘层为刻蚀 阻挡层 6, 刻蚀 阻挡层 6 可 以选用氧化物、氮

化物或者氧氮化合物，对应的反应气体可以为硅烷 （SiH 4 )、氨气 （NH 3 )、氮

气 （N 2 ) 或二氯化硅 （Si Cl2 )、氨气 （NH 3 )、氮气 （N 2 ), 与形成栅极绝缘

层类似 ，为了提 高氧化物 TFT 的性能，刻蚀阻挡层可设计为两层，第一层为

氮化硅 （SiN x ) , 第二层为氧化硅 （SiO x ), 氧化硅 （SiO x ) 层直接与金属氧化

物接触。双层刻蚀 阻挡层 6 图形是 由双层绝缘层通过一次曝光显影 、光刻和

刻蚀工艺形成。

步骤五：第二金属 阻挡层 图形 7 和源漏极层 （即源极 8 和漏极 9 ) 图形的



形成过程 。

通 过 溅射 或 热蒸发 的方 法 ，在基 板 上沉积金 属铜 薄膜 ，厚度优 选 为

1000A ~ 6000A 。 以 形成铜 （Cu ) 金属膜层为例：具体地 ，在沉积金属 （Cu )

膜层的初始时间 A t 内，向溅射或热蒸发腔体 内通入预设 比例的氧气 （0 2 )、

氮气 （N 2 ) 或者二者的混合 气体 ，形成一层氮化铜 （CuN y ) ( 通过 氮气 N 2

的情况 ）、氧化铜 ( CuO x ) ( 通过氧气 0 2 的情况 ) 或氮氧化铜 ( CuN yO x ) ( 通

过 0 2和 N 2 的混合气体 ），厚度优选为 10A ~ 400A 。形成的氮化铜 （CuNy )、

氧化铜 （CuO x )、或氮氧化铜 （CuNyO x ) 为第二金属 阻挡层 7 。

所述初始时间 A t 可以根据经验值设置。氮化铜 ( CuN ) 、氧化铜 ( CuO x ) 、

或氮氧化铜 （CuN yO x ) 很稳定，与氧化物半导体层可以形成稳定的界面，该

物质具有 阻止铜 （Cu ) 离子的扩散 能力，其下的金属氧化物半导体层 （第一

金属 阻挡层 5 ) 具有进一步阻止铜 （Cu ) 离子的扩散 能力，可以有效地 阻止

穿透氮化铜薄膜的铜 （Cu ) 离子 ，这种设计可以有效地 阻止铜 （Cu ) 离子的

扩散 ，同时还 筒化 了生产工艺，同时解决 了铜 （Cu ) 和 阻挡层金属结合刻蚀

工艺难 的问题 。

在 t-At 时间段 内，停止向腔体 内通入预设 比例的氧气 （0 2 )、氮气 （N 2 )

或者二者的混合气体 。此阶段形成的金属膜层为铜 （Cu ) 金属膜层 ，也 即源

极和漏极 ，以及数据线。其 中，t 可以理解为形成第二金属 阻挡层 图形和源漏

极层 图形所需要 的总时间。

通过一次曝光显影 、光刻和刻蚀工艺形成第二金属 阻挡层 7、源漏极层 ，

以 及 数据线 8 1 的图形。

例如 ，优选地 ，第二金属 阻挡层 7 的图形与源极 8 和漏极 9 , 以 及 数据线

8 1 的图形相 同，且二者完全重合 。

步骤六：钝化层 10 图形的形成过程 。

在完成步骤五的基板上通过 PECVD 方法沉积钝化层 10, 厚度优选为

2000A Ι ΟΟΟθΑ 钝化层 10 可 以选用氧化物、氮化物或者氧氮化合物，硅的

氧化对应 的反应气体可以为硅烷 （Si )、氮的氧化物 （N 20 ); 氮化物或者

氧氮化合物对应反应气体是硅烷 （SiH 4 )、氨 气 （N H 3 )、氮气 （N 2 ) 或二氯

化硅 （Si C l2 ) 、氨气 （N H 3 ) 、氮气 （N 2 ); 钝化层 10 可以使用氧化铝 （A 120 3 )

膜层 ，或者双层或多层的阻挡结构 。

此外，在该过程 中还可以通过曝光显影 、光刻和刻蚀工艺形成栅极焊接



区域 (Gate PAD) 和 源漏极层焊接 区域 （SD PAD ), 便 于后续电路板与栅极线

和数据线相连。

具体地 ，钝化层 10 的形成过程 为：通过在形成有 源漏极层 以及数据线 图

形的基板上涂覆一层有机树脂 ，厚度优选为 4000A ~ 30000A 。有机树脂可以

是苯并环丁烯 （BCB ), 也可以是其他 的有机感光材料 。

涂覆一层有机树脂 ，通过一次曝光显影 、光刻和刻蚀工艺后 ，形成阵列

基板上外 围区域 的 Gate PAD 和 SD PAD 。

步骤七 ：像素 电极 图形 11 的形成过程 。

在完成步骤六的基板上通过溅射或热蒸发 的方法沉积透 明导 电层膜层 ，

厚度优选为 300A ~ 150θΑ 。

通过一次曝光显影 、光刻和刻蚀工艺后形成像素 电极 11。所述像素 电极

11 可以是 ITO 或者 IZO, 或者其他 的透明金属氧化物。

形成顶栅型金属氧化物 TFT 的阵列基板工艺流程和上述步骤一至步骤七

形成底栅型金属氧化物 TFT 的阵列基板工艺流程类似 ，这里不再赘述。

但是形成第二金属 阻挡层和 7 源极 8、漏极 9 的过程有所不同，这是 因为，

第二金属 阻挡层 7 是后形成在 源漏极层上方的，形成过程如下：

通过溅射或热蒸发 的方法在基板上沉积一层金属膜层；

其 中，在沉积金属膜层 的结束时间段 内，向溅射或热蒸发腔体 内通入预

设 比例的氧气 （0 2 ) 和/或 氮气 （N 2 )。

其 中，本发 明所述的通入预设 比例的气体与形成膜层 的厚度 以及各工艺

参数相 关，在此并不做 限定。

实施例七：一种 阻挡层 。

本发 明实施例提供一种 阻挡层 ，用于上述 实施例仅设置有第一金属 阻挡

层的薄膜 晶体管或阵列基板 中阻止铜或铜合金 的扩散 的第一金属 阻挡层 。

例如 ，较佳地 ，所述 阻挡层 的材质 为具有 阻止形成源极和漏极 的材料与

形成栅极 的材料 的相互扩散功能的金属氧化物 、金属 氮化物或金属 氮氧化物。

例如 ，较佳地 ，所述金属氧化物为具有 阻止形成源极和漏极 的材料与形

成栅极 的材料 的相互扩散 功能的氧化铜 （CuO x )、所述金属氧化物可以为具有

半导体性质 的铟镓辞 氧化物 （IGZO )、铪铟辞 氧化物 （HIZO )、铟辞 氧化物

( IZO )、非晶铟辞氧化物 （a-InZnO )、非晶氧化辞掺杂氟氧化物 （ZnO:F )、

氧化铟掺杂锡氧化物 （In20 3:Sn )、非晶氧化铟掺杂钼氧化物 （In20 3:Mo )、铬



锡氧化物 （Cd2Sn0 4 )、非晶氧化辞掺 杂铝氧化物 （ΖηΟ :Α1)、非晶氧化钛掺 杂

铌氧化物 （Ti0 2:Nb )、铬锡氧化物 （Cd-Sn-O ) 或其他金属氧化物等 。

例如 ，较佳地 ，所述金属 氮化物为具有 阻止形成 源极和漏极 的材料 与形

成栅极 的材料 的相 互扩散 功能的铜金属 氮化物 ，例如 氮化铜 ( CuN ) 等 。

例如 ，较佳地 ，所述金属 氮氧化物为具有 阻止形成 源极和漏极 的材料 与

形 成 栅 极 的材 料 的相 互 扩 散 功 能 的铜 金 属 氮 氧 化 物 ，例 如 为 氮 氧 化 铜

( CuNyO x ) 等 。

本发 明实施例提供 另一种 阻挡层 ，用于所述 同时设 置有 第一金属 阻挡层

和第二金属 阻挡层 的薄膜 晶体 管或 阵列基板 中阻止铜 或铜合金 的扩散 的第一
金属 阻挡层和/或第二金属 阻挡层 。

例如 ，较佳地 ，所述 阻挡层 的材质 为具有 阻止形成 源极和漏极 的材料 与

形成栅极 的材料 的相 互扩散 功能的金属氧化物 、金属 氮化物或金属 氮氧化物 。

例如 ，较佳地 ，所述金属氧化物为具有 阻止形成 源极和漏极 的材料 与形

成栅极 的材料 的相 互扩散 功能的氧化铜 （CuO x )、所述金属氧化物可以为具有

半导体性质 的铟镓辞 氧化物 （IGZO )、铪铟辞 氧化 物 （HIZO )、铟辞 氧化 物

( IZO )、非晶铟辞氧化物 （a-InZnO )、非晶氧化辞掺 杂 氟氧化物 （ZnO:F )、

氧化铟掺 杂锡氧化物 （In20 3:Sn )、非晶氧化铟掺 杂钼氧化物 （In20 3:Mo )、铬

锡氧化物 （Cd2Sn0 4 )、非晶氧化辞掺 杂铝氧化物 （ΖηΟ :Α1)、非晶氧化钛掺 杂

铌氧化物 （Ti0 2:Nb )、铬锡氧化物 （Cd-Sn-O ) 或其他金属氧化物等 。

例如 ，较佳地 ，所述金属 氮化物为具有 阻止形成 源极和漏极 的材料 与形

成栅极 的材料 的相 互扩散 功能的铜金属 氮化物 ，例如 氮化铜 ( Cu ) 等 。

例如 ，较佳地 ，所述金属 氮氧化物为具有 阻止形成 源极和漏极 的材料 与

形 成 栅 极 的材 料 的相 互 扩 散 功 能 的铜 金 属 氮 氧 化 物 ，例 如 为 氮 氧 化 铜

( CuNyO x ) 等 。

所述 阻挡层不限于用于 TFT 或 阵列基板 中，可以用于任何需要 阻挡 高扩

散性金属 离子的结构 ，这里就不一一列举 。

综上所述 ，本发 明实施例提供 了一种 薄膜 晶体 管 ，在 源漏极层与栅极 绝

缘层之 间设 置有 第一金属 阻挡层 ，该第一金属 阻挡层有效 阻止 源漏极层金属

离子向栅极 绝缘层和栅极扩散 。提 高 TFT 的性能，提 高图像 的画质 。此外 ，

所述薄膜 晶体 管在 源漏极层 以及第一金属 阻挡层之 间还设 置 了第二金属 阻挡

层 ，更进一步阻止 源漏极层金属 离子向栅极绝缘层和栅极扩散 ，提 高 TFT 的



性能，提 高图像 的画质 。本发 明实施例提供 的阵列基板和显示装置，分别 包

括上述薄膜 晶体管，实现 图像画质较佳 ，信号延迟较 小的显示装置。阻挡层

为具有 阻止形成源极和漏极 的材料与形成栅极 的材料 的相互扩散功能的金属

氧化物 、金属氮化物或金属氮氧化物 ，且金属氧化物 、金属氮化物或金属氮

氧化物为较常见的材料 。

发明的精神和范围。这样 ，倘若本发明的这些修改和变型属于本发 明权利要

求及其等 同技术的范围之 内，则本发明也意图包含这些改动和变型在 内。



权利要求书

1、一种薄膜 晶体管，包括：

位于基板上的栅极 、源极 、漏极 、半导体层 、栅极绝缘层以及第一金属

阻挡层；所述栅极绝缘层位于所述栅极和所述半导体层之 间；所述第一金属

阻挡层位于所述源极 、漏极与栅极绝缘层之 间；其 中，所述第一金属 阻挡层

与所述半导体层 同层设置，所述第一金属 阻挡层 阻止形成源极和漏极 的材料

与形成栅极 的材料 的相互扩散 。

2、根据权利要求 1所述的薄膜 晶体管，还 包括位于所述源极 、漏极与所

述半导体层之 间的刻蚀 阻挡层 。

3、根据权利要求 2 所述的薄膜 晶体管，其 中所述第一金属 阻挡层与所述

半导体层绝缘设置。

4、根据权利要求 1 或 3 所述的薄膜 晶体管，其 中所述形成源极和漏极的

材料和形成栅极 的材料 中的至少之一为铜或铜合金 。

5、根据权利要求 4 所述的薄膜 晶体管，其 中所述半导体层为金属氧化物

半导体层。

6、根据权利要求 5 所述的薄膜 晶体管，其 中所述第一金属 阻挡层采用与

所述半导体层相 同的材料制作 而成。

7、根据权利要求 5 所述的薄膜 晶体管，其 中所述第一金属 阻挡层为氧化

铜 、氮化铜或氮氧化铜膜层。

8、根据权利要求 5 所述的薄膜 晶体管，其 中所述第一金属 阻挡层采用与

所述半导体层不相 同的金属氧化物半导体材料制作而成。

9、根据权利要求 4 所述的薄膜 晶体管，其 中所述薄膜 晶体管还 包括：第

二金属 阻挡层 ，所述第二金属 阻挡层位于所述第一金属 阻挡层与所述源极 、

漏极之 间，所述第二金属 阻挡层 阻止形成源极和漏极 的材料与形成栅极 的材

料的相互扩散 。

10、根据权利要求 9 所述的薄膜 晶体管，其 中所述形成源极和漏极 的材

料为铜或铜合金 。

11、根据权利要求 10 所述的薄膜 晶体管，其 中所述第二金属 阻挡层为氧

化铜 、氮化铜 ，或氮氧化铜膜层。

12、根据权利要求 10 所述的薄膜 晶体管，其 中所述第二金属 阻挡层采用



金属氧化物半导体材料制作而成。

13、根据权利要求 9 所述的薄膜 晶体管，其 中所述薄膜 晶体管的结构为:

所述栅极位于所述基板上；

所述栅极绝缘层位于所述栅极上；

所述半导体层和第一金属 阻挡层位于所述栅极绝缘层上；

所述刻蚀 阻挡层位于所述半导体层上；

所述第二金属 阻挡层位于所述半导体层和第一金属 阻挡层上；

所述源漏极层位于所述第二金属 阻挡层上；

或者所述薄膜 晶体管的结构为：

所述源漏极层位于所述基板上；

所述第二金属 阻挡层位于所述源漏极层上；

所述刻蚀 阻挡层位于所述第二金属 阻挡层上；

所述半导体层和第一金属 阻挡层位于所述刻蚀 阻挡层上；

所述栅极绝缘层位于所述半导体层上；

所述栅极位于所述栅极绝缘层上。

14、根据权利要求 1 所述的薄膜 晶体管，其 中所述薄膜 晶体管的结构为:

所述栅极位于所述基板上；

所述栅极绝缘层位于所述栅极上；

所述半导体层和第一金属 阻挡层位于所述栅极绝缘层上；

所述源极和漏极位于所述第一金属 阻挡层上；

或者所述薄膜 晶体管的结构为：

所述源极和漏极位于所述基板上；

所述半导体层和第一金属 阻挡层位于所述源极和漏极上；

所述栅极绝缘层位于所述半导体层和第一金属 阻挡层上；

所述栅极位于所述栅极绝缘层上。

15、根据权利要求 9 所述的薄膜 晶体管，其 中所述薄膜 晶体管的结构为:

所述栅极位于所述基板上；

所述栅极绝缘层位于所述栅极上；

所述半导体层和第一金属 阻挡层位于所述栅极绝缘层上；

所述第二金属 阻挡层位于所述半导体层和第一金属 阻挡层上；

所述源极和漏极位于所述第一金属 阻挡层上；



或者所述薄膜 晶体管的结构为：

所述源极和漏极位于所述基板上；

所述第二金属 阻挡层位于所述源极和漏极上；

所述半导体层和第一金属 阻挡层位于所述第二金属 阻挡层上；

所述栅极绝缘层位于所述半导体层和第一金属阻挡层上；

所述栅极位于所述栅极绝缘层上。

16、根据权利要求 4 所述的薄膜晶体管，其中所述第一金属阻挡层位于

与所述源极和漏极相对应的位置。

17、根据权利要求 9 所述的薄膜晶体管，其中所述第二金属阻挡层位于

与所述源极和漏极相对应的位置。

18、一种阵列基板 ，包括权利要求 1-8 、 14、 16 任一权项所述的薄膜晶体

管。

19、根据权利要求 18 所述的阵列基板 ，其中所述阵列基板还 包括：数据

线和栅极线，所述数据线与所述薄膜 晶体管的源极相连，所述栅极线与薄膜

晶体管的栅极相连；

所述第一金属 阻挡层位于与所述源极 、漏极及数据线相对应的位置；或

者

所述第一金属 阻挡层位于与所述源极 、漏极及栅极线相对应的位置；或

者

所述第一金属 阻挡层位于与所述源极 、漏极 、栅极线和数据线相对应的

位置。

20、一种阵列基板 ，包括权利要求 9-13 、 15 、 17 任一权项所述的薄膜晶

体管。

2 1、根据权利要求 20 所述的阵列基板 ，其中所述阵列基板还 包括：数据

线和栅极线，所述数据线与所述薄膜 晶体管的源极相连，所述栅极线与薄膜

晶体管的栅极相连；

所述第一金属 阻挡层位于与所述源极 、漏极及数据线相对应的位置，或

者位于与所述源极 、漏极及栅极线相对应的位置，或者位于与所述源极 、漏

极 、栅极线和数据线相对应的位置；和/或

所述第二金属 阻挡层位于与所述源极 、漏极及数据线相对应的位置，或

者位于与所述源极 、漏极及栅极线相对应的位置，或者位于与所述源极 、漏



极 、栅极线和数据线相对应的位置。

22、一种显示装置，包括权利要求 18 或 19 所述的阵列基板 。

23、一种显示装置，包括权利要求 20 或 2 1 所述的阵列基板 。

24、一种薄膜 晶体管的制作方法，包括：

形成 包括栅极 、源极 、漏极和半导体层的图形；形成 包括栅极绝缘层以

及第一金属 阻挡层的图形；

所述栅极绝缘层位于所述栅极和半导体层之 间，所述第一金属 阻挡层位

于所述源极 、漏极与栅极绝缘层之 间，其 中，所述第一金属 阻挡层与所述半

导体层 同层设置。

25、根据权利要求 24 所述的方法，还 包括形成刻蚀 阻挡层的图形，所述

刻蚀 阻挡层位于所述半导体层与源极 、漏极之 间。

26、根据权利要求 25 所述的薄膜 晶体管，其 中所述第一金属 阻挡层与所

述半导体层绝缘设置。

27、根据权利要求 26 所述的方法，其 中所述半导体层 由金属氧化物半导

体材料制作 而成。

28、根据权利要求 24 或 27 所述的薄膜 晶体管，还 包括形成第二金属 阻

挡层的图形 ，所述第二金属 阻挡层位于所述第一金属 阻挡层与所述源极 、漏

极之 间。

29、根据权利要求 24 所述的方法，其 中所述形成 包括栅极 、源极 、漏极 、

半导体层 、栅极绝缘层 、第一金属 阻挡层的图形 ，为：

采用构 图工艺在基板上形成 包括栅极 的图形；

采用构 图工艺在形成有所述栅极 图形的基板上形成 包括栅极绝缘层的图

形；

采用 同一次构 图工艺在形成有所述栅极绝缘层 图形的基板上形成 包括半

导体层和第一金属 阻挡层的图形；

采用 同一次构 图工艺在形成有半导体层和第一金属 阻挡层的基板上形成

包括源极 、漏极的图形；

或者所述形成 包括栅极 、源极 、漏极 、半导体层 、栅极绝缘层 、第一金

属 阻挡层的图形 ，为：

采用 同一次构 图工艺在基板上形成 包括源极 、漏极 的图形；



采用 同一次构 图工艺在形成有所述源极 、漏极的基板上形成 包括半导体

层和第一金属 阻挡层的图形；

采用构 图工艺在形成有所述半导体层和第一金属 阻挡层 图形的基板上形

成 包括栅极绝缘层的图形；

采用构 图工艺在形成有所述栅极绝缘层 图形的基板上形成 包括栅极 的图

形。

30、根据权利要求 2 8 所述的方法，其 中所述形成 包括栅极 、源极 、漏极 、

半导体层 、栅极绝缘层 、刻蚀 阻挡层 、第一金属 阻挡层和第二金属 阻挡层的

图形，为：

采用构 图工艺在基板上形成 包括栅极 的图形；

采用构 图工艺在形成有所述栅极 图形的基板上形成 包括栅极绝缘层的图

形；

采用 同一次构 图工艺在形成有所述栅极绝缘层 图形的基板上形成 包括半

导体层和第一金属 阻挡层的图形；

采用构 图工艺在形成有半导体层和第一金属 阻挡层 图形的基板上形成 包

括刻蚀 阻挡层的图形；

采用 同一次构 图工艺在形成有刻蚀 阻挡层 图形的基板上形成 包括源极 、

漏极以及第二金属 阻挡层的图形；

或者所述形成 包括栅极 、源极 、漏极 、半导体层 、栅极绝缘层 、刻蚀 阻

挡层 、第一金属 阻挡层和第二金属 阻挡层的图形 ，为：

采用 同一次构 图工艺在基板上形成 包括源极 、漏极 以及第二金属 阻挡层

的图形；

采用构 图工艺在形成有所述源极 、漏极和第二金属 阻挡层 图形的基板上

形成 包括刻蚀 阻挡层的图形；

采用 同一次构 图工艺在形成有所述刻蚀 阻挡层 图形的基板上形成 包括半

导体层和第一金属 阻挡层的图形；

采用构 图工艺在形成有所述半导体层和第一金属 阻挡层 图形的基板上形

成 包括栅极绝缘层的图形；

采用构 图工艺在形成有所述栅极绝缘层 图形的基板上形成 包括栅极 的图

形。

3 1、根据权利要求 2 8 所述的方法，其 中所述形成 包括栅极 、源极 、漏极 、



半导体层 、栅极绝缘层 、第一金属 阻挡层和第二金属 阻挡层的图形 ，为：

采用构 图工艺在基板上形成 包括栅极 的图形；

采用构 图工艺在形成有所述栅极 图形的基板上形成 包括栅极绝缘层的图

形；

采用构 图工艺在形成有所述栅极绝缘层 图形的基板上形成 包括半导体层

的图形；

采用构 图工艺在形成有所述半导体层 图形的基板上形成第一金属 阻挡层

的图形；

采用 同一次构 图工艺在形成有第一金属 阻挡层 图形的基板上形成 包括源

极 、漏极以及第二金属 阻挡层的图形；

或者所述形成 包括栅极 、源极 、漏极 、半导体层 、栅极绝缘层 、第一金

属 阻挡层和第二金属 阻挡层的图形 ，为：

采用 同一次构 图工艺在基板上形成 包括源极 、漏极 以及第二金属 阻挡层

的图形；

采用构 图工艺在形成有所述源极 、漏极以及第二金属 阻挡层 图形的基板

上形成 包括半导体层的图形；

采用构 图工艺在形成有所述半导体层 图形的基板上形成第一金属 阻挡层

的图形；

采用构 图工艺在形成有所述第一金属 阻挡层 图形的基板上形成 包括栅极

绝缘层的图形；

采用构 图工艺在形成有所述栅极绝缘层 图形的基板上形成 包括栅极 的图

形。

32、根据权利要求 30 或 3 1 所述的方法，其 中所述形成源极和漏极的材

料为铜或铜合金 。

33、根据权利要求 32 所述的方法，其 中所述采用 同一次构 图工艺在形成

有刻蚀 阻挡层 图形的基板上形成 包括源极 、漏极 以及第二金属 阻挡层的图形

为：

采用镀膜工艺在形成有所述刻蚀 阻挡层 图形或第一金属 阻挡层 图形的基

板上形成所述铜金属或铜合金膜层；在形成所述铜金属或铜合金膜层的初始

时间段 内，向腔体 内通入预设 比例的氧气、氮气或氧气和氮气的混合气体形

成铜或铜合金 的氧化物 、氮化物或氮氧化物用于形成第二金属 阻挡层 ，除所



述第二金属 阻挡层之外的铜金属或铜合金膜层用于形成源极和漏极 ；采用一
次曝光、显影 、光刻刻蚀步骤形成所述源极 、漏极 以及第二金属 阻挡层的图

形；

所述采用 同一次构 图工艺在形成有第一金属 阻挡层 图形的基板上形成 包

括源极 、漏极以及第二金属 阻挡层的图形为：

采用镀膜工艺在形成有所述刻蚀 阻挡层 图形或第一金属 阻挡层 图形的基

板上形成所述铜金属或铜合金膜层；在形成所述铜金属或铜合金膜层的初始

时间段 内，向腔体 内通入预设 比例的氧气、氮气或氧气和氮气的混合气体形

成铜或铜合金 的氧化物 、氮化物或氮氧化物用于形成第二金属 阻挡层 ，除所

述第二金属 阻挡层之外的铜金属或铜合金膜层用于形成源极和漏极 ；采用一

次曝光、显影 、光刻刻蚀步骤形成所述源极 、漏极 以及第二金属 阻挡层的图

形。

34、根据权利要求 32 所述的方法，其 中所述采用 同一次构 图工艺在基板

上形成 包括源极 、漏极 以及第二金属 阻挡层的图形为：

采用镀膜工艺在基板上形成所述铜或铜合金膜层；在形成所述铜或铜合

金膜层的结束时间段 内，向腔体 内通入预设 比例的氧气、氮气或氧气和氮气

的混合气体形成铜或铜合金 的氧化物 、氮化物或氮氧化物用于形成第二金属

阻挡层 ，除所述第二金属 阻挡层之外的铜金属或铜合金膜层用于形成源极和

漏极 ；采用一次曝光、显影 、光刻刻蚀步骤形成所述源极 、漏极 以及第二金

属 阻挡层的图形。

3 5、一种 阻挡层 ，包括用于权利要求 18 或 19 任一权项所述的阵列基板

中阻止铜或铜合金的扩散 的第一金属 阻挡层。

3 6、根据权利要求 3 5 所述的阻挡层 ，其 中所述阻挡层的材质为金属氧化

物、金属氮化物或金属氮氧化物。

37、根据权利要求 3 5 所述的阻挡层 ，其 中所述金属氧化物为铟镓辞氧化

物或氧化铜 。

3 8、根据权利要求 35 所述的阻挡层 ，其 中所述金属氮化物为铜金属氮化

物。

39、根据权利要求 35 所述的阻挡层 ，其 中所述金属氮氧化物为铜金属氮

氧化物。

40、一种 阻挡层 ，包括用于权利要求 2 0 或 2 1 任一权项所述的阵列基板



中阻止铜或铜合金的扩散 的第一金属 阻挡层和/或第二金属 阻挡层。

4 1、根据权利要求 40 所述的阻挡层 ，其 中所述阻挡层的材质为金属氧化

物、金属氮化物或金属氮氧化物。

42、根据权利要求 40 所述的阻挡层 ，其 中所述金属氧化物为铟镓辞氧化

物或氧化铜 。

43、根据权利要求 40 所述的阻挡层 ，其 中所述金属氮化物为铜金属氮化

物。

44、根据权利要求 40 所述的阻挡层 ，其 中所述金属氮氧化物为铜金属氮

氧化物。
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